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(54) 디스플레이 장치

요약

EL 장치는 EL 소자들의 열화에 의한 휘도의 분산이 없다. 디스플레이 장치는 EL 소자들의 열화에 의한 EL 소자들을

통해 흐르는 전류의 변화를 억제하기 위해 전류-제어형 화소들을 사용한다. 디스플레이 장치는 또한 3개의 노드를 동

시에 단락(short-circuiting) 또는 개방할 수 있는 소자들을 사용한다. EL 층들을 개별 색들로 나누는데 뱅크(bank)는

사용되지 않는다. 혼합 접합형의 EL 소자들이 사용된다. 역바이어스 전압은 규칙적인 간격으로 EL 소자들에 인가된

다. 디스플레이 장치는 EL 소자들의 열화에 의한 휘도의 분산을 억제한다.

대표도
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색인어

EL 장치, EL 소자, EL 층, 역바이어스, 디스플레이.

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 및 도 1b는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들의 구성들을 도시하는 도면들.

도 2a 내지 도 2d는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소에 의해 보유되는 멀티-드레인 소자의 구성들을 도시하는 도

면들.

도 3은 본 발명의 디스플레이 장치의 화소부의 구성들을 도시하는 도면.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 디스플레이 장치가 어떻게 구동되는지를 도시하는 타이밍 차트들.

도 5는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소의 구성을 도시하는 도면.

도 6은 본 발명의 디스플레이 장치의 화소부의 구성을 도시하는 도면.

도 7a 및 도 7b는 본 발명의 디스플레이 장치가 어떻게 구동되는지를 도시하는 타이밍 차트들.
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도 8a 및 도 8b는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소의 구성을 도시하는 도면.

도 9는 EL 소자의 열화를 도시하는 도면.

도 10은 전류-제어형 화소의 구성을 도시하는 도면.

도 11a 내지 도 11c는 전류-제어형 화소가 어떻게 구동되는지를 도시하는 도면들.

도 12는 본 발명의 디스플레이 장치가 어떻게 구동되는지를 도시하는 타이밍 차트.

도 13a 내지 도 13d는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소에 의해 보유되는 멀티-드레인 소자의 구성들을 도시하는 

도면들.

도 14a 내지 도 14d는 본 발명의 디스플레이 장치의 EL 소자의 구성들을 개략적으로 도시하는 도면들.

도 15는 본 발명의 디스플레이 장치의 EL 소자의 구성을 개략적으로 도시하는 도면.

도 16은 본 발명의 디스플레이 장치의 화소부의 구성을 도시하는 단면도.

도 17a 내지 도 17c는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소의 구성들을 도시하는 도면들.

도 18a 내지 도 18c는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소의 구성들을 도시하는 도면들.

도 19a 및 도 19b는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들의 구성들을 도시하는 도면들.

도 20a 및 도 20b는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들의 구성들을 도시하는 도면들.

도 21a 내지 도 21d는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소에 의해 보유되는 멀티-드레인 소자의 구성들을 도시하는 

도면.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 화소들 각각에 발광 소자가 설치된 디스플레이 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 화소들 각각에 트랜지

스터가 설치되어 발광 소자들로부터의 발광을 제어하는 액티브 매트릭스형의 디스플레이 장치에 관한 것이다. 본 발

명은 또한 디스플레이 장치를 사용한 전자 장치들에 관한 것이다.

화소들 각각에 발광 소자 및 발광 소자로부터의 발광을 제어하는 트랜지스터가 배치된 액티브 매트릭스형의 디스플

레이 장치가 제안되어 있다. 특히, 트랜지스터들로서 박막 트랜지스터들(이하 TFT들이라 함)을 사용하는 액티브 매

트릭스형의 디스플레이 장치가 주목을 받고 있다.

발광 소자는 제 1 전극 및 제 2 전극을 갖고, 제 1 전극과 제 2 전극을 가로질러 흐르는 전류량에 따라 그 휘도가 변한

다. 발광 소자로서, 일랙트로루미네선스(electroluminescence)를 이용한 소자(EL 소자라 함)가 주목받고 있다. EL 

소자들(유기물을 이용한 EL 소자를 유기 EL 소자 또는 OLED(organic light-emitting diode) 소자(0LE Device, 0E

LD)라고도 함)을 사용한 디스플레이 장치(이하 EL 디스플레이 장치라 함)가 특히 주목받고 있다.

여기서, EL 소자는 양극, 음극 및 양극과 음극 사이에 있는 EL 층을 갖는 것 을 의미한다. 양극 및 음극은 제 1 전극 

및 제 2 전극에 대응한다. 이러한 전극들을 가로질러 전압을 인가함으로써, 전극들 사이에 전류가 흐른다. EL 소자는 

흐른 전류량에 따라서 발광한다.

EL 층은 적층(stacked layer) 구조로 구성될 수 있다. 대표적인 예로는 Kodak Eastman Co.의 Tang 등이 제안한 'p

ositive hole transporting layer/light-emitting layer/electron transporting layer'와 같은 적층 구조를 들 수 있다.
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여기서, 전자 수송층(electron transporting layer)은 정공 이동도(positive hole mobility)보다 높은 전자 이동도(전

자 수송 기능)를 나타내는 재료(이하 전자 수송 재료라고도 함)로 구성되는 층이다. 발광층은 발광성(발광 기능)을 갖

는 재료(이하 발광 재료라 함)로 구성되는 층이다. 정공 수송층은 전자 이동도보다 높은 정공 이동도(정공 수송 기능)

를 나타내는 재료(이하 정공 수송 재료라 함)로 구성되는 층이다. 또한 양극상에 정공 주입층/정공 수송층/발광층/전

자 수송층, 또는 정공 주입층/정공 수송층/발광층/전자 수송층/전자 주입층의 순서로 적층되는 구조가 사용될 수 있다

. 발광층은 형광성 색소로 도핑될 수도 있다. 여기서, 전자 주입층은 음극으로부터 전자들을 받아들이는 전자 주입성(

전자 주입 기능)을 갖는 재료(이하 전자 주입 재료라 함)로 구성되는 층이다. 또한, 정공 주입층은 양극으로부터 정공

들을 받아들이는 정공 주입성(정공 주입 기능)을 갖는 재료(이하 정공 주입 재료라 함)로 구성되는 층이다. 음극과 양

극 사이에 형성된 층들은 모두 일반적으로 EL 층이라 한다. 상기 구조를 갖는 EL 층에 한 쌍의 전극(양극 및 음극)으

로부터 소정의 전압이 인가될 때, EL 층 내에서 캐리어들의 재결합이 일어나 발광한다. EL 소 자의 양극과 음극 사이

에 있는 층들은 일반적으로 EL 층이라 기술된다.

EL 디스플레이 장치는 응답성들이 우수하며, 저전압으로 동작하고, 넓은 시야각을 제공하는 것과 같은 이점들을 가

지며, 차세대의 플랫 패널 디스플레이(flat panel display)로서 주목된다. 액티브 매트릭스형의 EL 디스플레이 장치에

서, EL 소자들의 양극과 음극 사이에 소정의 전류를 흘림으로써 화소들의 EL 소자들의 휘도를 제어하는 방법은 전류

-제어형이라 불린다.

이하에 설명된 것은 전류-제어형 화소의 구성이다. 즉, 이하에 설명된 것은 각 화소들의 신호선들(소스 신호선들)이 

비디오 신호에 의해 표현되는 휘도 데이터에 선형 대응하는 전류 신호(이하 신호 전류라 함)로 작용되는 전류-제어형

화소이다.

각 화소는 신호 전류를 드레인 전류로서 받아들이는 TFT를 가지며, TFT의 게이트 전압을 유지하는 커패시터부를 

갖는다. 즉, 화소는 입력 신호 전류를 전압(게이트 전압)으로 변환하고 전압을 유지하는 기능을 갖는다. 또한, 각 화소

는 커패시터부에 저장된 전압을 다시 전류로 변환하는 기능을 가지며, 소스 신호선으로부터 신호 전류가 더이상 입력

되지 않게 한 후에도 변환된 전류는 EL 소자로 계속 흐른다. 소스 신호선에 입력하는 신호 전류를 변화시킴에 따라 E

L 소자에 흐르는 전류를 변화시켜, EL 소자의 휘도가 제어되어 계조(gray scale)를 표현한다.

도 10은 종래의 전류-제어형 화소와, 그 구동 방법을 도시한다(예로써 특허 조사 보고서 1을 참조). 도 10에서, 화소

는 EL 소자(709), 선택 TFT(704), 구동 TFT(707), 전류 TFT(706), 커패시터 소자(유지 커패시터)(708), 유지 TFT

(705), 소 스 신호선(S), 제 1 게이트 신호선(G), 제 2 게이트 신호선(GH) 및 전원선(W)으로 구성된다(특허 조사 보고

서 1 : JP-A-2001-147659).

TFT의 소스 단자 또는 드레인 단자의 한쪽은 제 1 단자라 불리고, 다른 한쪽은 제 2 단자라 불린다.

선택 TFT(704)의 게이트 전극은 제 1 게이트 신호선(G)에 접속된다. 선택 TFT(704)의 제 1 단자는 소스 신호선(S)

에 접속되고, 제 2 단자는 전류 TFT(706)의 제 1 단자 및 유지 TFT(705)의 제 1 단자에 접속된다. 전류 TFT(706)

의 제 2 단자는 전원선(W)에 접속된다. 유지 TFT(705)의 제 2 단자는 유지 커패시터(708)의 한 전극 및 구동 TFT(7

07)의 게이트 전극에 접속된다. 유지 커패시터(708)는 유지 TFT(705)와 접속되지 않은 측의 전원선(W)에 접속된다.

유지 TFT(705)의 게이트 전극은 제 2 게이트 신호선(GH)에 접속된다. 구동 TFT(707)의 제 1 단자는 EL 소자(709)

의 한 전극(709a)에 접속되고, 그 제 2 단자는 전원선(W)에 접속된다. EL 소자(709)의 다른 전극(709b)은 소정의 전

위로 유지된다. 소스 신호선(S)에 입력하는 신호 전류치는 비디오 신호 입력 전류원(777)에 의해 제어된다. EL 소자(

709)의 전극(709a)은 화소 전극이라 불리고, 다른 전극(709b)은 대향 전극이라 불린다.

여기서, 구동 TFT(707)와 전류 TFT(706)는 같은 극성을 갖고, 구동 TFT(707)의 Id-Vgs 특성들은 전류 TFT(706)

의 Id-Vgs 특성들과 같은 것으로 고려된다. 또한 선택 TFT(704)와 유지 TFT(705)는 N채널형 TFT들, 구동 TFT(7

07)와 전류 TFT(706)는 P채널형 TFT들 및 화소 전극(709a)은 양극인 구성의 화소가 도시된다.

도 10의 구성의 화소가 어떻게 구동하는지는 도 11a 내지 도 11c 및 도 12를 참조로 설명하겠다. 도 11a 내지 도 11

c에서, 선택 TFT(704) 및 유지 TFT(705)는 그들의 온/오프 상태를 쉽게 알 수 있도록 스위치들로서 표현된다. 화소

의 상태들((TA1) 내지 (TA3))은 도 12의 타이밍 차트에서 기간들(TA1 내지 TA3)의 상태들에 대응한다.

도 12에서, G-1 및 G-2는 제 1 게이트 신호선(G) 및 제 2 게이트 신호선(GH)의 전위들을 나타낸다. 또한, ｜Vgs｜

는 구동 TFT(707)의 게이트 전압(게이트-소스 전압)의 절대치이다. I EL 은 EL 소자(709)를 통해 흐르는 전류를 나

타내고, I video 는 비디오 신호 입력 전류원(777)에 의해서 정해진 전류를 나타낸다.

기간(TA1)에서, 제 1 게이트 신호선(G) 및 제 2 게이트 신호선(GH)의 신호들로 인해 선택 TFT(704) 및 유지 TFT(7

05)는 온이 된다. 이렇게 해서, 전원선(W)은 전류 TFT(706), 유지 TFT(705) 및 선택 TFT(704)를 통해서 소스 신호

선(S)에 접속된다. 비디오 신호 입력 전류원(777)에 의해서 정해진 전류(I Video )는 소스 신호선(S)으로 흐른다. 충분
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한 기간의 시간이 지난 후 정상 상태라 가정되면, 이에 의해, 전류 TFT(706)의 드레인 전류는 I Video 가 된다. 이렇게

해서, 전류 TFT(706)의 드레인 전류(I Video )에 대응하는 게이트 전압은 유지 커패시터(708)에 의해 유지된다. 그 

후, 기간(TA2)에서, 제 2 게이트 신호선(GH)의 신호가 변화하여 유지 TFT(705)가 오프로 된다. 드레인 전류(I Video
)는 구동 TFT(707)로 흐른다. 이렇게 해서, 신호 전류(I Video )는 전원선(W)으로부터 구동 TFT(707)의 소스와 드레

인을 통해 서 EL 소자(709)로 흐른다. EL 소자(709)는 신호 전류(I Video )에 대응하는 휘도를 유지하며 발광한다.

도 10에 도시된 구성에서, 상기 방법에 의해 EL 소자(709)의 양극(709a)으로부터 음극(709b)으로 전류가 흐른다. E

L 소자(709)가 발광할 때, 전류 TFT(706)의 제 2 단자는 소스 단자에 대응하고, 제 1 단자는 드레인 단자에 대응한

다. 또한, 구동 TFT(707)의 제 2 단자는 소스 단자에 대응하고, 제 1 단자는 드레인 단자에 대응한다.

다음 기간(TA3)에서, 제 1 게이트 신호선(G)의 신호가 변화하여, 선택 TFT(704)는 오프로 된다. 선택 TFT(704)가 

오프로 된 후에도, 신호 전류(I Video )는 전원선(W)으로부터 구동 TFT(707)의 소스와 드레인을 통해서 EL 소자(709

)로 계속 흐르고, EL 소자(709)는 계속 발광한다.

기간들(TA1 내지 TA3)의 일련의 동작들은 신호 전류(I Video ) 기록 동작이라 불린다. 이 경우, 신호 전류(I Video )는

아날로그식으로 변화되어 EL 소자(709)의 휘도를 변화시키고 계조를 표현한다.

상기 전류-제어형 디스플레이 장치에서, 구동 TFT(707)는 포화 영역에서 동작한다. 여기서, 구동 TFT(707)의 드레

인 전류는 소스 신호선(S)으로부터 입력되는 신호 전류에 의해 정해진다. 즉, 같은 화소내의 구동 TFT(707)와 전류 

TFT(706) 사이에서 전류 특성들이 같으면, 구동 TFT(707)는 임계 전압 및 이동도의 분산에 상관없이 일정한 드레

인 전류가 계속 흐르도록 그 게이트 전압을 자동적으로 변화 시킨다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

EL 소자에서, 흐르는 전류량과, 양극과 음극을 가로지르는 전압 사이의 관계(I-V 특성들)는 EL 소자가 사용되는 환

경 온도와 EL 소자의 열화에 따라 변화한다. 그러나 전류-제어형 화소는 EL 소자가 사용되는 환경 온도와 EL 소자의

열화에 상관 없이 EL 소자로 흐르는 전류를 거의 일정하게 유지할 수 있다.

도 9는 EL 소자로 흐르는 전류가 일정하게 유지되는 경우의 시간의 경과에 따른 EL 소자의 열화의 변화를 도시하며, 

세로축은 EL 소자의 휘도(L)를 나타내고, 가로축은 시간(t)을 나타낸다. 곡선(900)은 EL 소자로 흐르는 전류가 일정

하게 유지되는 경우의 휘도의 변화를 나타낸다. 시간이 t0인 경우, EL 소자의 휘도(L)는 100%라고 가정된다. EL 소

자는 소정의 전류가 계속 흐른 시간에 따라 열화가 진행된다. 따라서, EL 소자의 양극과 음극 사이에 같은 전류가 흐

르는 동안에도 휘도는 저하된다.

그 결과, 전류-제어형 화소에서, EL 소자의 열화로 인한 휘도의 분산과 관련한 문제가 발생한다.

발명의 구성 및 작용

따라서 본 발명은 EL 소자의 열화에 기인한 전류 특성들의 변화에 의한 휘도의 변화를 낮춤으로써 거의 일정한 휘도

를 유지하며 발광할 수 있는 디스플레이 장 치를 제공한다.

본 발명의 디스플레이 장치는 EL 소자들을 통해서 흐르는 전류가 EL 소자들의 열화에 의하여 변화하는 것을 억제하

기 위해서 전류-제어형 화소들을 사용한다.

예를 들면, 전류-제어형 화소는:

제 1 전극, 제 2 전극 및 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자;

화소에 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;

전압을 유지하는 수단; 및

전압을 EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함한다.

상기 전류-제어형 화소를 사용하면서 EL 소자의 열화도 억제하기 위해서, 이하의 3개의 방법(제 1 방법 내지 제 3 방

법) 중에서 적어도 1 개의 방법이 조합되어 사용된다. 이렇게 해서, 상조적인 이유로 EL 소자의 열화는 저감된다.
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우선, 이들 3개의 방법들이 설명되고, 그 후, 전류-제어형 화소들로 조합한 이들 방법들을 사용한 관점에서 설명하겠

다.

제 1 방법은 화소의 개구율을 크게 하는 것이다. EL 소자가 화상을 디스플레이하는데 기여하는 큰 영역(이하 발광 영

역으로서 참조됨)을 화소가 소유하도록 설계된다. 발광 영역을 크게함으로써, 같은 휘도를 생산하기 위해 EL 소자로 

흐르는 전류의 밀도를 저감할 수 있다. 여기서, EL 소자는 흐르는 전류 밀도에 비례하여 열화가 진행된다. 따라서, 개

구율을 크게 하여 발광을 위한 전류 밀도를 저감함으 로써, EL 소자들의 열화를 억제할 수 있다.

이러한 목적을 위해서, 이하의 2개의 구성(제 1 구성 및 제 2 구성) 중 1개 또는 양쪽이 사용된다. 제 1 구성 및 제 2 

구성을 순차로 설명하겠다.

제 1 구성에 따라서, TFT들과 같은 소자들이 적은 비율로 화소들을 차지한다. 이것은 화소가 소유하는 TFT와 같은 

소자를 통해서 EL 소자로부터 발광되는 형태의 디스플레이 장치에서, 화소가 소유하는 TFT와 같은 소자가 차지하는

영역이 감소되어 개구율을 높이기 때문이다.

제 1 구성은 이하에 설명되는 바와 같은 각 화소에서 3개 이상의 노드를 동시에 단락 또는 개방할 수 있는 스위치 소

자를 사용한다. 여기서, 복수의 노드가 단락된 상태는 복수의 노드 중 임의의 2개의 노드 사이에서 전기적 접속이 이

루어지는 것을 나타낸다. 또한, 복수의 노드가 개방된 상태는 복수의 노드 중 임의의 2개의 노드 사이에서 전기적 접

속이 없는 것을 나타낸다.

제 1 구성의 스위치 소자를 더욱 상세히 설명하겠다. 스위치 소자는 절연 표면상에 반도체 박막에 의해서 형성되는 

활성층, 활성층에 접하는 절연막 및 절연막을 통해서 활성층과 중첩되는 게이트 전극을 포함하고, 활성층은 적어도 

하나의 채널-형성 영역과 n(n은 3보다 작지 않은 자연수)개의 불순물 영역(불순물 원소가 첨가된 영역들)을 포함한다

. n개의 불순물 영역 중, m(m은 3보다 작지않고 n보다 크지 않은 자연수)개의 불순물 영역은 다른 접속 전극들과 접

한다. n개의 불순물 영역은 채널-형성 영역들과 접한다.

n개의 불순물 영역은 그들과 채널-형성 영역과의 사이에 불순물 영역들보다 불순물을 포함하는 농도가 낮은 영역(이

하 저농도 불순물 영역이라 함)을 소유할 수도 있다.

여기서, m개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 채널-형성 영역만 통해서 활성층내에 함께 접속된다. 또

는, m개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 저농도 불순물 영역만 통해서 채널 영역에 접속된다. 또는, m

개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 n개의 불순물 영역 중 상기 m개의 불순물 영역과 다른 불순물 영역

들을 통해서 채널 영역에 접속된다. 또는, m개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 저농도 불순물 영역을 

통해서 그리고 n개의 불순물 영역 중 상기 m개의 불순물 영역과 다른 불순물 영역들을 통해서 채널 영역에 접속된다.

이와 같이 구성된 스위치 소자(이하 멀티-드레인 소자라고도 함)는 게이트 전극의 전위에 따라 채널-형성 영역에 채

널이 형성되는 경우와 채널이 형성되지 않는 경우를 선택할 수 있다. 이렇게 해서, m개의 불순물 영역에 접속된 접속 

전극들 중 임의의 2개의 접속 전극을 도통되게 하는 경우와 비도통되게 하는 경우를 선택하게 할 수 있다. 이렇게 해

서, 모든 접속 전극은 동시에 단락 또는 개방할 수 있다. 3개 이상의 노드를 단락 또는 개방하는 동작은, 종래에는 복

수의 TFT를 사용해서 수행되어왔지만, 이제 상기 기술된 바와 같이 구성된 1개의 스위치 소자(멀티-드레인 소자)만

을 사용해서 수행될 수 있다.

이렇게 해서 소자(스위칭 소자)가 차지하는 화소의 영역을 저감할 수 있다.

제 2 구성에 따라서, 화소부에 다른 색들의 발광 EL 소자가 배치된다고 한정 되는 경우, 발광색들에 대응하는 EL 소

자들의 EL 층들의 경계들은 중첩되는 방식으로 배치된다. 예를 들어, 제 1 색의 발광 EL 소자의 EL 층(제 1 EL 층) 

및 제 2 색의 발광 EL 소자의 EL 층(제 2 EL 층)은 그들의 단부들이 서로 중첩되어 배치된다. 여기서, 종래 EL 디스

플레이 장치에서, 경계들은 절연체에 의해서 형성된 뱅크(bank)에 의해서 설정되고, 발광색들에 대응하는 EL 소자들

의 EL 층들은 개별 색들로 분리된다. 한편, 본 발명의 제 2 구성에 따라서, 발광색들에 대응하는 EL 소자들의 EL 층

들의 경계들은 서로 중첩 배치되어 개별 색들로 분리하기 위한 뱅크가 제거된다. 뱅크가 생략되면, EL 소자가 화상 디

스플레이에 기여하는 영역을 커지게 할 수 있다.

제 2 구성은 화소들이 소유하는 TFT들과 같은 소자를 통해서 화상을 보여지게 할 수 있는 형태의 디스플레이 장치에

한정되지 않는다. 즉, 제 2 구성은 화소들이 소유하는 TFT들과 같은 소자들에 화소들이 형성된 기판과 대향하는 측

에서 화상을 보여지게 할 수 있는 형태의 디스플레이 장치에 적용될 수도 있다.

이상에서는 화소들의 개구율을 크게 하고, 같은 휘도를 얻는데 EL 소자로 흐르는 전류의 밀도를 작게 하는 제 1 방법

을 기술하였다. 이어서, 이하에 기술된 것은 제 2 방법이다.
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제 2 방법에서는 화소들에 배치된 열화가 적은 EL 소자들을 사용한다. EL 소자들의 구성을 설명하겠다.

EL 소자를 형성하는 EL 층은 서로 명확히 구별될 수 있는 정공 주입 재료로 구성되는 정공 주입층, 정공 수송 재료로

구성되는 정공 수송층, 발광 재료로 구성 되는 발광층, 전자 수송 재료로 구성되는 전자 수송층 및 전자 주입 재료로 

구성되는 전자 주입층의 적층 구조로 구성되지 않는다. 대신, EL 소자를 형성하는 EL 층은 이하에서 혼합 접합형의 E

L 소자라 불리는 정공 주입 재료, 정공 수송 재료, 발광 재료, 전자 수송 재료 및 전자 주입 재료 등의 재료와 같은 복

수의 재료가 혼합된 층(혼합층: 혼합 영역)으로 이루어진다. 여기서, 정공 주입 재료, 정공 수송 재료, 발광 재료, 전자 

수송 재료 및 전자 주입 재료는 다른 기능들을 갖는 기능 재료들이라 불린다.

예를 들면, EL 소자의 EL 층은 제 1 기능 재료가 첨가된 제 1 영역, 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 

재료가 첨가된 제 2 영역 및 제 1 기능 재료와 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역으로 구성된다.

상기 구성은 제 1 기능 재료만이 첨가된 영역(제 1 영역)을 갖지 않을 수도 있지만, 제 1 기능 재료와 제 2 기능 재료

의 혼합 영역의 농도의 비율이 변화하는(농도 경사를 갖는) 것이 될 수 있다. 또는, 제 1 기능 재료만이 첨가된 영역(제

1 영역) 및 제 2 기능 재료만이 첨가된 영역(제 2 영역) 둘 다 가지지 않을 수도 있지만, 제 1 기능 재료와 제 2 기능 

재료의 혼합 영역의 농도의 비율이 변화하는(농도 경사를 갖는) 것이 될 수 있다. 또한 농도의 비율은 양극 또는 음극

으로부터의 거리에 따라 변화할 수 있다. 더욱이, 농도의 비율은 연속적으로 변화할 수 있다. 농도 경사 방법은 자유롭

게 설정할 수 있다.

명확한 적층 구조를 갖는 EL 소자에서, 다른 기능들을 갖는 재료로 구성되는 층들의 계면들에서의 전하의 축적에 관

해 문제가 된다. 층들의 계면들에서의 전하 의 축적은 EL 소자의 수명을 단축하는 중요한 원인이 된다. 한편, 혼합 접

합형의 EL 소자에서, 명확한 층들의 계면이 존재하지 않고, 전하의 축적을 낮춘다. 이렇게 해서, 혼합 접합형의 EL 소

자는 수명을 늘릴 수 있는 특징들이 있다. 구동 전압도 낮게 할 수 있다.

또한, EL 소자의 전극에 접하는 EL 층의 부분에 금속 재료가 첨가될 수 있다. 이러한 구성의 EL 소자도 혼합 접합형

의 EL 소자라 불린다. 상기 구성은 EL 소자의 전극들의 산화를 방지하고 전극을 통해서 캐리어들의 주입 효율을 높인

다. 이렇게 해서, 혼합 접합형의 EL 소자는 수명을 늘릴 수 있는 특징들이 있다. 구동 전압도 낮게 할 수 있다.

여기서, EL 소자의 EL 층은 유기물들로 구성되는 것들에 한정되지 않는다. EL 층은 무기물들로 이루어질 수 있다. 또

는, EL 층은 유기물들과 무기물들 양쪽으로 이루어질 수 있다.

본 발명은 상기 구성에 의해, EL 소자의 열화에 기인한 전류 특성들의 변화로 유발되는 휘도의 변화를 저감하고 거의

일정한 휘도를 유지하며 발광할 수 있는 디스플레이 장치를 제공한다.

이상에서 제 2 방법을 설명하였다. 이어서, 제 3 방법을 설명하겠다. 제 3 방법은 EL 소자들의 열화를 억제한다. 이러

한 방법에 따라, EL 소자에 정기적인 간격으로 역바이어스 전압이 인가된다. 이렇게 해서, EL 소자들의 열화를 억제

한다.

이상에서 제 1 방법 내지 제 3 방법을 설명하였다. 이들 방법들은 EL 소자들의 열화를 억제하는 데 효과적이다. 이어

서, 이하에 설명되는 것은 전류-제어형 화소들과 이들 방법들을 조합하여 사용하는 것에 관한 것이다.

처음에, 이하에 설명된 것은 전류-제어형 화소들과 제 1 방법(제 1 구성 또는 제 2 구성)을 조합하여 사용하는 경우이

다.

예를 들면, 제 1 구성은 전류-제어형 화소들과 조합하여 사용될 수 있다. 이하에 설명된 것은 그 구성이다.

디스플레이 장치는:

복수의 화소와 전류 신호가 입력되는 복수의 신호선을 갖고;

복수의 화소 각각은 멀티-드레인 소자, 제 1 TFT, 커패시터 소자, 전류 신호에 대응하는 휘도를 유지하며 발광하는 

EL 소자 및 EL 소자와 직렬로 접속된 제 2 TFT를 갖고;

멀티-드레인 소자는 절연 표면상에 반도체 박막에 의해서 형성되는 활성층, 활성층에 접하는 절연막 및 절연막을 통

해서 활성층과 중첩되는 게이트 전극을 갖고;

활성층은 적어도 1개의 채널-형성 영역 및 n(n은 3보다 작지 않은 자연수)개의 불순물 영역을 갖고;
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n개의 불순물 영역 중 m(m은 3보다 작지 않고 n보다 크지 않은 자연수)개의 불순물 영역은 다른 접속 전극들에 접하

고;

n개의 불순물 영역들은 채널 형성 영역에 접속되고;

m개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 채널-형성 영역만을 통해서 활성층에 함께 접속되며;

제 2 TFT의 게이트 전극은 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되고,

커패시터 소자의 한쪽의 전극은 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되며,

제 1 TFT의 제 1 단자, 제 1 TFT의 게이트 전극 및 복수의 신호선 중 1개는 다른 접속 전극들에 접속된다.

디스플레이 장치는:

복수의 화소와 전류 신호가 입력되는 복수의 신호선을 포함하고;

복수의 화소 각각은 멀티-드레인 소자, 제 1 TFT, 커패시터 소자, 전류 신호에 대응하는 휘도를 유지하며 발광하는 

EL 소자, EL 소자와 직렬로 접속된 제 2 TFT를 갖고;

멀티-드레인 소자는 절연 표면상에 반도체 박막에 의해서 형성되는 활성층, 활성층에 접하는 절연막 및 절연막을 통

해서 활성층과 중첩되는 게이트 전극을 갖고;

활성층은 적어도 1개의 채널-형성 영역 및 n(n은 3보다 작지 않은 자연수)개의 불순물 영역을 갖고;

n개의 불순물 영역 중 m(m은 3보다 작지 않고 n보다 크지 않은 자연수)개의 불순물 영역은 다른 접속 전극들에 접하

고;

n개의 불순물 영역은 그들과 채널-형성 영역과의 사이에 불순물 영역보다 낮은 불순물 농도의 저농도 불순물 영역을 

갖고;

m개의 불순물 영역 중 임의의 2개의 불순물 영역은 채널-형성 영역 및 저농도 불순물 영역만을 통해서 활성층에 함

께 접속되며,

제 2 TFT의 게이트 전극은 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되고,

커패시터 소자의 한쪽의 전극은 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되며,

제 1 TFT의 제 1 단자, 제 1 TFT의 게이트 전극 및 복수의 신호선 중 1개는 다른 접속 전극들에 접속된다.

여기서, 제 2 TFT의 제 1 단자가 EL 소자의 한쪽의 전극에 접속되고, 제 1 TFT의 제 2 단자와 제 2 TFT의 제 2 단

자는 같은 배선에 접속되는 것과 같은 디스플레이 장치일수도 있다.

이렇게 해서, 전류-제어형 화소에 있어서 개구율을 크게 하여 EL 소자들의 열화를 억제할 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 1 구성을 조합한 경우, 제 2 구성을 더욱 조합할 수 있다. 이하에 설명된 것이 그 구성이다.

복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소를 갖고, 제 1 화소들의

EL 소자들의 EL 층들의 단부들은 제 2 화소들의 EL 소자들의 EL 층들의 단부들과 중첩되어 형성된다.

이렇게 해서, 전류-제어형 화소에 있어서 더욱 개구율을 크게 하여, EL 소자들의 열화를 더욱 억제할 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 1 구성 또는 제 2 구성의 1개 또는 복수가 조합되는 경우, 제 2 방법이 더욱 조합될 수 있다. 

이하에 설명된 것이 그 구성이다.

EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖고, EL 층은 제 1 기능 재료와 제 1

기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는다.
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이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제하게 할 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 1 구성, 제 2 구성 및 제 2 방법 중 어느 하나 또는 복수가 조합되는 경우에, 제 3 방법이 더욱

조합될 수 있다. 즉, 상기 구성은 EL 소자의 양극의 전위를 EL 소자의 음극의 전위보다 낮게 하는 수단을 포함한다.

이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제할 수 있다.

이어서, 이하에 설명된 것은 전류-제어형 화소들에 제 2 구성이 조합되는 구성이다.

디스플레이 장치는 복수의 화소를 갖고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자; 및

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극을 가로질러 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하며,

복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소들, 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소들을 포함하고,

제 1 화소들의 EL 소자들의 EL 층들의 단부들은 제 2 화소들의 EL 소자들의 EL 층들의 단부들과 중첩된다.

디스플레이 장치는 복수의 화소와 전류 신호가 입력되는 복수의 신호선을 갖고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자;

복수의 신호선 각각으로부터 복수의 화소 각각에 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;

전압을 유지하는 수단; 및

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이에서 흐르는 전압을 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소를 포함하고,

제 1 화소들의 EL 소자들의 EL 층들의 단부들은 제 2 화소들의 EL 소자들의 EL 층들의 단부들과 중첩된다.

이렇게 해서, 전류-제어형 화소에서 개구율을 크게 하여 EL 소자들의 열화를 억제할 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 2 구성이 조합되는 경우, 제 2 방법이 더욱 조합될 수 있다. 이하에 설명된 것이 그 구성이다.

EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극, 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖고, EL 층은 제 1 기능 재료와 제 1 

기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는다.

이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제할 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 1 방법의 제 2 구성 및 제 2 방법 중 어느 1개 또는 양자가 조합되는 경우, 제 3 방법이 더욱 

조합될 수 있다. 즉, 상기 구성은 EL 소자의 양극의 전위를 상기 EL 소자의 음극의 전위보다 낮게 하는 수단을 갖는다

.

이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제할 수 있다.

또한, 전류-제어형 화소에 제 2 방법이 조합될 수 있다. 이하에 설명된 것이 그 구성이다.

디스플레이 장치는 복수의 화소를 갖고,

복수의 화소 각각은:
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제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자; 및

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이를 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하며,

EL 층은 제 1 기능 재료와 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는다

.

디스플레이 장치는 복수의 화소와 전류 신호가 입력되는 복수의 신호선을 갖고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자;

복수의 신호선으로부터 복수의 화소에 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환 하는 수단;

전압을 유지하는 수단; 및

전압을 EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

EL 층은 제 1 기능 재료와 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는다

.

열화가 억제된 EL 소자들을 사용함으로써, 그 휘도의 분산이 억제된 디스플레이 장치를 얻을 수 있다.

전류-제어형 화소에 제 2 방법이 조합되는 경우, 제 3 방법이 더욱 조합될 수 있다. 즉, 상기 구성은 EL 소자의 양극

의 전위를 EL 소자의 음극의 전위보다 낮게 하는 수단을 보유한다.

이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제한다.

전류-제어형 화소에 제 3 방법이 또한 조합될 수 있다.

디스플레이 장치는 복수의 화소를 갖고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자;

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이를 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하며,

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극의 한쪽은 양극이고, 다른 한쪽은 음극이 며,

EL 소자의 양극의 전위를 EL 소자의 음극의 전위보다 낮게 하는 수단을 더 포함한다.

디스플레이 장치는 복수의 화소와 전류 신호가 입력되는 복수의 신호선을 갖고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극 및 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 있는 EL 층을 갖는 EL 소자;

복수의 신호선으로부터 복수의 화소에 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;

전압을 유지하는 수단; 및

전압을 EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

EL 소자의 제 1 전극과 제 2 전극의 한쪽은 양극이고, 다른 한쪽은 음극이며,
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EL 소자의 양극의 전위를 EL 소자의 음극의 전위보다 낮게 하는 수단을 더 포함한다.

이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 억제할 수 있다.

EL 소자의 EL 층은 고분자 재료(폴리머), 저분자 재료 또는 중간-분자로 이루어질 수 있다. 또한, 이들 재료들은 조

합하여 사용될 수도 있다. 중간-분자 재 료는 승화되지 않고 약 20보다 크지 않은 중합도를 가지는 것이다. EL 소자

는 1중항 여기자(singlet excitons)로부터의 발광(형광)을 이용하는 것이나 3중항 여기자(triplet excitons)로부터의 

발광(인광)을 이용하는 것 어느쪽이어도 된다.

상기 구성은 EL 소자들의 열화에 기인한 전류 특성들의 변화에 의해 유발되는 휘도의 변화를 저감하고, 거의 일정한 

휘도를 유지하며 발광할 수 있는 디스플레이 장치를 제공할 수 있게 한다.

(제 1 실시예)

제 1 실시예에서는 멀티-드레인 소자의 구성 및 멀티-드레인 소자를 사용한 본 발명의 디스플레이 장치의 화소의 구

성을 개시한다. 도 1a은 본 발명의 멀티-드레인 소자를 사용한 화소 구성을 도시한다. 도 1a에서, 도 10에 도시된 종

래의 화소 구성과 같은 부분은 같은 참조 번호들에 의해서 나타내며 그들의 설명은 반복되지 않는다. 도 1a는 구동 T

FT(707) 및 전류 TFT(706)는 P채널 TFT들이고, 화소 전극은 양극으인 경우를 도시한다.

도 1a는 도 10에서 사용된 선택 TFT(704) 및 유지 TFT(705) 대신에 멀티-드레인 소자(101)를 사용한다. 도 1a의 

멀티-드레인 소자(101)의 단자들은 도 1b를 참조하여 설명될 것이다. 멀티-드레인 소자(101)는 단자(T0) 및 단자(T

1) 내지 단자(T3)를 갖는다.

단자(T0)에 입력된 신호 전위에 따라서, 멀티-드레인 소자(101)는 단자들(T1 내지 T3)(단자(T1)와 단자(T2) 사이, 

단자(T2)와 단자(T3) 사이, 단자(T1)와 단자(T3)사이)이 개방되는 상태 또는 그들이 닫히는 상태를 선택한다. 도 1b

는 기호를 사용하여, 단자(T0)에 입력된 신호 전위에 따라, 단자(T1) 내지 단자(T3)가 개방되는 상태와 그들이 닫히

는 상태를 선택할 수 있는 멀티-드레인 소자를 도시한다.

도 1a로 되돌아가면, 멀티-드레인 소자(101)의 단자(T0)는 게이트 신호선(G)에 접속된다. 전류 TFT(706)의 게이트 

전극은 멀티-드레인 소자(101)의 단자(T2)와 단자(T3)간을 통해서 접속되어 있다. 또한, 전류 TFT(706)의 제 1 단

자와 신호선(S)은, 멀티-드레인 소자(101)의 단자(T3)와 단자(T1)간을 통해서 접속되어 있다.

도 1a에서, 전류 TFT(706)의 제 2 단자 및 구동 TFT(707)의 제 2 단자는 전원선(W)에 접속된다. 하지만, 본 발명의

화소 구성은 이들만으로 한정되지 않는다. 일반적으로, 전류 TFT(706)의 제 2 단자와 구동 TFT(707)의 제 2 단자는

드레인 전류가 그들에게 흐를 때, 같은 전위라고 가정하도록 구성될 수 있다.

유지 커패시터(708)의 2개의 전극 사이에서, 구동 TFT(707)의 게이트 전극에 접속되지 않은 측은 전류선(W)에 접속

된다. 하지만, 본 발명의 화소 구성은 이들만으로 한정되지 않는다. 일반적으로, 유지 커패시터(708)의 2개의 전극 사

이에서, 구동 TFT(707)의 게이트 전극과 접속되지 않은 측은 전류 TFT(706) 또는 구동 TFT(707)로 전류가 흐르는

동안 각각의 TFT들의 제 2 단자들의 전위와 같은 전위로 유지되도록 구성될 수 있다.

도 1a 및 도 1b와 다르게 EL 소자의 화소 전극이 음극인 경우, EL 소자가 발 광할 때, 전류 TFT(706) 및 구동 TFT(

707)의 소스 단자들의 전위가 고정되어 화소가 동작하는 것이 바람직하다. 따라서, 전류 TFT(706) 및 구동 TFT(70

7)로서 N채널 TFT들을 사용하는 것이 바람직하다.

여기서, 도 2a 내지 도 2d는 도 1a 내지 도 1b의 멀티-드레인 소자(101)를 제조하는 예를 도시한다.

처음에, 도 2a는 멀티-드레인 소자의 기호를 도시한다. 도 2b는 도 2a에 도시된 멀티-드레인 소자가 제조될 때의 상

측면도이다. 도 2c는 도 2b의 A-A′선을 따른 단면도이다. 도 2d는 도 2b의 B-B′선을 따른 단면도이다. 도 2b에서

, 멀티-드레인 소자(101)는 활성층(201), 전극(220) 및 접속 전극(221 내지 223)을 갖는다. 도 2c 및 도 2d에서, 절

연 표면을 갖는 기판(200)상에 형성된 활성층(201)은 같은 도전형을 부여하는 불순물들이 첨가된 불순물 영역들(203

a 내지 203c)과, 채널 영역(204)을 포함한다. 전극(220)은 게이트 절연막(205)을 통해서 채널-형성 영역(204)과 중

첩된다. 접속 전극들(221 내지 223)은 전극(220)상에 형성된 절연막(206)상에 형성되어, 콘택트 홀들(202a 내지 20

2c)을 통해서 불순물 영역들(203a 내지 203c)에 전기적으로 접속된다. 전극(220)은 도 2a의 단자(T0)에 대응한다. 

또한, 접속 전극(221)은 단자(T1)에 대응하고, 접속 전극(222)은 단자(T2)에 대응하고, 접속 전극(223)은 단자(T3)

에 대응한다.



공개특허 특2003-0077474

- 12 -

또, 접속 전극(221)은 단자(T2)에 대응하고, 접속 전극(222)은 단자(T3)에 대응하고, 접속 전극(223)은 단자(T1)에 

대응할 수도 있다. 또는, 접속 전극(221)은 단자(T3)에 대응하고, 접속 전극(222)은 단자(T1)에 대응하고, 접속 전극(

223) 은 단자(T2)에 대응할 수도 있다.

불순물 영역들(203a 내지 203c)은 채널-형성 영역(204)에 접한다. 본 실시예에서, 불순물 영역들은 모두 채널-형성 

영역(204)에 접하지만, 본 발명은 이것만으로 한정되지 않는다. 저농도 불순물 영역(LDD 영역)은 불순물 영역들(203

a 내지 203c)과 채널-형성 영역(204) 사이에 제공될 수 있는 불순물 영역들(203a 내지 203c)보다도 낮은 불순물 농

도를 가진다.

도 2c 및 도 2d에서, 게이트 절연막(205)이 불순물 영역들(203a 내지 203c)을 덮지만, 본 발명은 이것만으로 한정되

지 않는다. 불순물 영역들(203a 내지 203c)은 게이트 절연막(205)에 덮여 있을 필요는 없고 노출되어 있을 수도 있다

.

멀티-드레인 소자(101)는 보통 TFT들을 제조하는 것과 같은 프로세스를 통해서 제조될 수 있다. 도 2c 및 도 2d에

서, 본 발명의 멀티-드레인 소자(101)의 전극(220)은 공지된 TFT들의 게이트 전극과 같은 재료로 구성될 수 있다. 

또한, 채널-형성 영역(204)과 불순물 영역들(203a 내지 203c)은 종래의 TFT들과 마찬가지의 방법으로 활성층(201)

에 형성될 수 있다.

여기서, 활성층(201)과 중첩되는 전극(220)의 부분도 멀티-드레인 소자의 게이트 전극이라 불린다. 멀티-드레인 단

자의 단자들(T1 내지 T3)이 접속되는 불순물 영역들(203a 내지 203c)은 소스 영역들 또는 드레인 영역들이라 불린

다. 또한, 멀티-드레인 소자의 단자들(T1 내지 T3)도 소스 단자들 또는 드레인 단자들이라 불린다.

전극(220; 게이트 전극)에 인가되는 전위에 따라서, 도 2a 내지 도 2d에 도 시된 멀티-드레인 소자(101)는 채널-형성

영역(204)에 형성된 그 채널이 변화하여 (소스 단자와 드레인 단자 사이에 대응되는) 단자들(T1 내지 T3) 중 그 저항

이 제어된다. 즉, 게이트 전극(220)의 전위로 인해, 채널-형성 영역에 채널이 형성되어, 도통되는 소스 단자와 드레인

단자 사이를 통과한다.

예를 들면, 도 2a 내지 도 2d에서, N형을 부여하는 불순물 원소가 멀티-드레인 소자(101)의 불순물 영역들(203a 내

지 203c)에 첨가된다. 이 경우, 게이트 전극(T0)의 전위는 불순물 영역들(203a 내지 203c) 중 어느 하나 또는 2개에 

대응하는 소스 영역의 전위보다 충분히 높게 설정한다. 이렇게 해서, 단자(T1) 내지 단자(T3)는 단락될 수 있다. 이렇

게 구성된 멀티-드레인 소자(101)는 N채널 멀티-드레인 소자라 불린다.

한편, 도 2a 내지 도 2d에서, P형을 부여하는 불순물 원소가 멀티-드레인 소자(101)의 불순물 영역들(203a 내지 20

3c)에 첨가된다. 이 경우, 게이트 전극(T0)의 전위는 불순물 영역들(203a 내지 203c) 중 어느 하나 또는 2개에 대응

하는 소스 영역의 전위보다 충분히 낮게 설정한다. 이렇게 해서, 단자(T1) 내지 단자(T3)는 단락될 수 있다. 이렇게 

구성된 멀티-드레인 소자는 P채널 멀티-드레인 소자라 불린다.

스위치 소자(멀티-드레인 소자)는 기판상에 형성된 절연 표면상에 활성층, 절연막, 게이트 전극의 순서로 형성되는 

구성에 한정되지 않는다. 이 구성은 기판상에 형성된 절연 표면상에, 게이트 전극, 절연막, 활성층의 순서로 형성되는 

것이어도 된다. 또한, 멀티-드레인 소자의 게이트 전극은 각각 절연막을 통해서 활성층 의 상하측 양쪽에 형성될 수도

있다.

이렇게 해서, 도 2a 내지 도 2d의 멀티-드레인 소자(101)는 3개의 노드를 동시에 접속하거나, 구체적으로 말하면, 단

자들(T1 내지 T3)을 동시에 접속할 수 있다.

이렇게 구성된 멀티-드레인 소자(101)를 사용함으로써, 화소에서 스위치 소자가 차지하는 면적을 억제할 수 있어, 화

소의 개구율을 증가할 수 있다.

도 1a 내지 도 1b에 도시되는 바와 같이 구성된 화소는 도 12의 타이밍 차트를 사용하여 도시된 종래 예와 같은 방법

에 의해서 구성된다. 하지만, 여기서, 도 10에 도시한 화소 구성에서 제 1 게이트 신호선(G) 및 제 2 게이트 신호선(G

H)은 도 1a 및 도 1b에 도시된 본 발명의 화소 구성에서 게이트 신호선(G)으로서 공유된다. 이렇게 해서, 기간(TA1) 

동안, 게이트 신호선(G)의 신호로 인해 멀티-드레인 소자(101)의 단자들(T1 내지 T3)은 단락된다. 하지만, 기간(TA

2)의 종료 후, 게이트 신호선(G)의 신호로 인해 멀티-드레인 소자(101)의 단자들(T1 내지 T3)은 개방된다. 이렇게 

해서, EL 소자(709)는 각 화소에서 발광하여 화상을 디스플레이한다.

도 1a 및 도 1b에 도시된 구성에서, 상기 방법으로 인해 EL 소자(709)의 양극(709a)으로부터 음극(709b)으로 전류

가 흘러, EL 소자(709)가 발광할 때, 전류 TFT(706)의 제 2 단자는 소스 단자에 대응하고, 그 제 1 단자는 드레인 단

자에 대응한다. 또한, 구동 TFT(707)의 제 2 단자는 소스 단자에 대응하고, 제 1 단자는 드레인 단자에 대응한다.
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전류 TFT(706)와 구동 TFT(707)는 한 쌍으로 전류 미러 회로를 구성한다. 따 라서, 이들 2개의 TFT는 같은 극성은

가져야만 한다. 이것은 또한 동일 화소내에서 이들 2개의 TFT는 같은 특성들을 갖는 것이 바람직하다. TFT들은 TF

T들이 같은 임계치 전압, 같은 이동도 등을 갖는 것을 나타내는 같은 특성들을 갖는다.

여기서, 전류 TFT(706)의 게이트 길이와 게이트 폭의 비에 대하여 구동 TFT(707)의 게이트 길이와 게이트 폭의 비

를 변화시킴으로써 소스 신호선에 입력된 전류와 EL 소자로 흐르는 전류 비를 변화시킬 수도 있다.

도 1a 및 도 1b에서, 멀티-드레인 소자(101)는 N채널형의 구성이다. 하지만, 여기서, 도 1의 멀티-드레인 소자는 N

채널형 또는 P채널형의 어느쪽이어도 된다. 하지만, 도 1a 및 도 1b에 도시된 화소 구성과 같이 EL 소자(709)의 화소

전극이 양극인 경우, EL 소자가 발광하는 동안 멀티-드레인 소자(101)의 소스 단자가 1개형으로 결정되는 것이 바람

직하다. 따라서, N채널형의 멀티-드레인 소자(101)로서 사용하는 것이 바람직하다.

계조 디스플레이 방법으로서, 아날로그 전류치를 갖는 신호 전류를 수신함으로써 계조를 표현하는 아날로그 계조 시

스템이 사용될 수 있다. 이것은 또한 디지털의 전류치를 갖는 신호 전류를 수신함으로써 계조를 표현하는 디지털 계조

시스템을 사용할 수 있다. 디지털 계조 시스템은 화소의 EL 소자가 발광하는 기간을 제어함으로써 계조를 표현하는 

시간 계조 시스템 또는 화소의 발광 부분의 면적을 제어함으로써 계조를 표현하는 면적 계조 시스템을 사용할 수 있

다.

시간 계조 방식으로서, 예를 들면, 시분할 계조 시스템이 사용될 수 있다. 시분할 계조 시스템은 1프레임 기간이 복수

의 서브 프레임들로 분할되고, 각각의 서브 프레임 기간들의 화소들에 디지털의 신호 전류를 입력하여, 화소들의 EL 

소자들을 거의 일정한 휘도를 유지하며 발광시키거나 발광시키지 않을 수 있기 때문에, 1프레임 기간의 EL 소자들이 

발광된 서브 프레임 기간들의 길이를 누적시킴에 따라 계조를 표현하는 것이다. 1프레임 기간은 1화상을 디스플레이

하는 기간을 나타낸다.

이하에 설명된 것은 본 발명의 디스플레이 장치가 시분할 계조 방식에 의해 구동되는 경우이다. 설명을 위해, 도 3은 

도 1a 및 도 1b에 도시된 구성의 화소들을 갖는 화소부의 회로도를 도시한다. 도 1a 및 도 1b와 같은 부분들은 같은 

참조 번호들로써 디스플레이된다. 도 3에서, 화소부는 x열과 y행의 화소들을 포함한다. 일반적으로, 제 i(i는 x보다 크

지 않은 자연수)열과 제 j(j는 y보다 크지 않은 자연수)행의 화소의 소스 신호선(S)은 S i , 게이트 신호선(G)은 G j , 

전원선(W)은 W i 로 디스플레이된다. 여기서, 화소부에서, 전원선(W)은 다른 열들의 화소에 의해 공유될 수 있다.

도 3에 도시된 구성의 화소부는 시분할 방식에 의해 구동되는 경우, 도 4a 및 도 4b에 도시된 타이밍 차트를 참조로 

설명될 것이다. 도 4a 및 도 4b에서, 같은 부분들은 같은 부호들로써 디스플레이된다. 여기서, 도 4b에서, G 1 내지 G

y 는 게이트 신호선들(G 1 내지 G y )에 입력되는 신호들의 전위를 나타낸다.

1프레임 기간(F1)은 복수의 서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n (n은 자연수))로 분할된다. 제 1 서브 프레임 기간(S

F 1 )에서, 처음에, 제 1행의 게이트 신호선(G 1 )이 선택된다. 여기서, 게이트 신호선을 선택하는 것은 그 게이트 신

호선에 게이트 전극이 접속되는 멀티-드레인 소자(101)의 단자들(T1 내지 T3)을 단락하기 위해 신호 전위를 게이트

신호선에 입력하는 것을 나타낸다. 이렇게 해서, 게이트 신호선(G 1 )에 그 단자(T0)가 접속되는 멀티-드레인 소자(1

01)는 그 단자들(T1 내지 T3)이 단락되는 상태로 위치된다.

그 후, 소스 신호선들(S 1 내지 S x )에 디지털 신호 전류가 입력된다. 신호 전류가 입력된 소스 신호선들에 대응하는

화소들에서, 멀티-드레인 소자(101)를 통해서 전류 TFT(706)의 (소스와 드레인 사이에 대응하는) 제 1 단자와 제 2 

단자 사이에 신호 전류가 흐른다. 여기서, 전류 TFT(706)의 제 1 단자와 게이트 전극은 멀티-드레인 소자(101)를 통

해서 함께 전기적으로 접속된다. 충분한 기간의 시간의 경과 후, 구동 TFT(707)는 EL 소자(709)에 소정의 전류가 흐

르게 한다. 입력 신호 전류에 의해서 발광하는 화소의 EL 소자의 동작은 제 1 실시예와 같으며, 여기에 다시 설명하지

않는다. 이렇게 해서, 각 소스 신호선들(S 1 내지 S x )에 신호 전류가 입력되는지에 따라서, 제 1행의 화소들은 발광

또는 비발광 상태가 선택된다. 제 1행의 화소들에서, 발광이 선택된 화소의 유지 커패시터(708)에 의해 구동 TFT(70

7)가 일정 전류로 흐르는 전하가 유지되면, 게이트 신호선(G 1 )의 신호가 변화하여 비선택의 상태가 된다. 이렇게 해

서, 멀티-드레인 소자(101)의 단자들(T1 내지 T3)이 개방된다.

발광 상태가 선택된 화소들에서, 유지 커패시터(708)에서 구동 TFT(707)가 일정 전류를 흘리기 위한 전하를 유지하

는 동작은 화소들의 기록 동작이라 불린다.

게이트 신호선(G 1 )이 비선택의 상태가 되면 즉시, 제 2행의 게이트 신호선(G 2 )이 선택되어, 게이트 신호선(G 2 )

에 그 게이트 전극(단자(T0))이 접속되는 멀티-드레인 소자(101)는 그 단자들(T1 내지 T3)에서 단락 상태가 된다. 

그 후, 소스 신호선들(S 1 내지 S x )에 디지털 신호 전류가 입력된다. 이하의 동작은 제 1행의 화소들와 같다.

모든 게이트 신호선들(G 1 내지 G y )에 대하여 같은 동작이 수행된다. 모든 게이트 신호선들(G 1 내지 C y )을 선택



공개특허 특2003-0077474

- 14 -

하는 기간은 어드레스 기간(Ta)이라 표기된다. 제 m(m은 n보다 크지 않은 자연수) 서브 프레임 기간(SF m )에 대응

하는 어드레스 기간은 Ts m 로 디스플레이된다.

기록 동작이 종료된 화소들의 행은 발광 또는 비발광 상태가 된다. 또한, 기록된 신호에 따라서 화소들의 행이 발광 

또는 비발광하는 기간은 디스플레이 기간(Ts)이라 표기된다. 같은 서브 프레임 기간에서, 화소들의 행의 디스플레이 

기간들(Ts)은 그 타이밍은 다르지만 모두 같은 길이를 가진다. 제 m(m은 n보다 크지 않은 자연수) 서브 프레임 기간(

SF m )에 대응하는 디스플레이 기간은 Ts m 로 디스플레이된다.

여기서, 다른 화소들의 행에 기록 동작을 동시에 수행할 수 없기 때문에, 디스플레이 기간(Ts)은 어드레스 기간(Ta)

보다 길게 설정된다. 소정의 길이의 디스플레이 기간(Ts 1 ) 후 제 2 서브 프레임 기간(SF 2 )이 개시된다. 제 2 서브 

프레임 기간(SF 2 ) 내지 제 n 서브 프레임 기간(SF n )에도 제 1 서브 프레임 기간(SF 1 )과 마찬가지로 동작이 수

행되어 1프레임 기간(F)이 종료한다. 여기서, 서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n )의 어드레스 기간들(Ta 1 내지 T

a n )은 모두 같은 길이를 가진다.

이상에 설명된 바와 같이 디스플레이 장치가 동작되고, 서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n )의 디스플레이 기간들(

Ts 1 내지 Ts n )의 길이들을 적당히 설정하여 계조를 표현한다.

여기서, 본 발명은 1프레임 기간의 영상 신호의 비트수와 같은 수의 서브 프레임 기간들을 설치함으로써 계조를 표현

하는 방법에 한정되지 않는다. 예를 들면, 1프레임 기간에서 영상 신호의 주어진 비트에 대응하는 신호에 따라 발광 

또는 비발광 상태가 선택되는 복수의 서브 프레임 기간들이 설치될 수 있다. 즉, 1비트에 대응하는 디스플레이 기간은

복수의 서브 프레임 기간들의 디스플레이 기간을 누계함으로써 표현된다. 특히, 영상 신호의 상위 비트들에 대응하는

디스플레이 기간은 복수의 서브 프레임 기간들의 디스플레이 기간을 누계함으로써 표현되고, 그 서브 프레임 기간들

은 이산식으로 나타나기 때문에, 모조-윤곽(pseudo-contour)의 발생을 억제한다.

어떻게 서브 프레임 기간의 디스플레이 기간(Ts)의 길이를 설정하는지는 상 기 방법만으로 한정되지 않고 공지된 모

든 방법에 의해 수행될 수 있다. 또한, 도 7a 및 도 7b에서, 제 1 서브 프레임 기간(SF 1 ) 내지 제 n 서브 프레임 기간

(SF n )이 순차적으로 출현하도록 설정하였지만, 본 발명은 이것만으로 한정되지 않는다. 서브 프레임 기간들이 출현

하는 순서는 임의로 설정할 수 있다.

시분할 계조 방식뿐만 아니라, 계조는 면적 계조 방식 또는 시분할 계조 방식과 면적 계조 방식의 조합에 의해서도 표

현될 수도 있다.

이상에 설명된 바와 같은 제 1 실시예에 따라서, 도 1a 및 도 1b와 도 3에 도시된 구성의 화소들을 갖는 디스플레이 

장치에 의해서 화상이 디스플레이된다.

(제 2 실시예)

제 2 실시예는 제 1 실시예와는 다른 구성의 화소를 개시한다. 도 5는 본 실시예의 화소 구성을 도시한다. 도 1a 및 도

1b와 같은 부분들은 같은 참조 번호ㄷ르로써 디스플레이되며, 여기에 다시 설명하지 않는다. 도 5에 도시된 구성의 

화소는 유지 커패시터(708)과 병렬로 소거 TFT(501)가 설치된다. 소거 TFT(501)와 유지 커패시터(708)는 반드시 

병렬로 접속될 필요는 없다. 도통이 되었을 때, 소거 TFT(501)는 유지 커패시터(708)의 양 전극의 전위들이 거의 같

도록 접속될 수 있다. 상기 구성에 의해, 소거 TFT(501)를 도통으로 함으로써 유지 커패시터(708)로 유지된 전하가 

방전될 수 있다. 따라서, 구동 TFT(707)는 비도통이 될 수 있다. 구동 TFT(707)가 비도통이 된 화소에서, EL 소자(7

09)는 발광하지 않는다.

여기서, 소거 TFT(501)의 게이트 전극은 게이트 신호선(G)과는 다른 선, 즉, 소거 게이트 신호선(RG)에 접속된다. 소

거 게이트 신호선(RG)에 입력된 신호로 인해, 소거 TFT(501)의 도통/비도통 상태가 바뀐다. 이것에 의해, 주어진 행

의 화소들에 영상 신호(신호 전류)를 입력하는 동안 다른 행의 화소들은 비발광 상태로 할 수 있다.

도 6은 도 5에 도시된 바와 같이 구성된 화소들을 갖는 화소부의 회로도이다. 도 5와 같은 부분들은 같은 참조 번호들

에 의해서 디스플레이되고, 그 설명은 반복하지 않겠다. 도 6에서, 화소부는 x열과 y행의 화소들을 포함한다. 일반적

으로, 제 i(i는 x보다 크지 않은 자연수)열과 제 j(j는 y보다 크지 않은 자연수)행의 화소의 소스 신호선(S)은 S i , 게이

트 신호선(G)은 G j , 소거용 게이트 신호선(RG)은 RG j , 전원선(W)은 W i 로 디스플레이된다.

도 6에 도시된 구성의 화소부는 시분할 방식으로 구동될 때 도 7a 및 도 7b에 도시된 타이밍 차트를 참조하여 설명될

것이다. 도 7a 및 도 7b에서, 같은 부분들은 같은 부호들에 의해 디스플레이된다. 여기서, 도 7b에서, G 1 내지 G y
는 게이트 신호선들(G 1 내지 G y )에 입력되는 신호들의 전위들을 나타낸다. 또한, 도 7b에서, RG 1 내지 RG y 는 

소거 게이트 신호선들(RG 1 내지 RG y )에 입력되는 신호들의 전위들을 나타낸다.
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도 5 및 도 6에서, 멀티-드레인 소자(101)는 N채널형을 사용한 구성을 도시 한다. 하지만, 여기서, 멀티-드레인 소자

는 N채널형 또는 P채널형의 어느쪽이어도 된다. 하지만, 도 5 및 도 6에 도시된 화소 구성과 같이 EL 소자(709)의 화

소 전극이 양극인 경우, EL 소자가 발광하는 동안 멀티-드레인 소자(101)의 소스 단자는 1개형으로 정해져 동작하는

것이 바람직하다. 따라서, N채널형의 멀티-드레인 소자(101)를 사용하는 것이 바람직하다. 또한, 도 5 및 도 6에서, 

소거 TFT(501)는 N채널 TFT이지만, 본 장치는 이것만으로 한정되지 않는다. 소거 TFT(501)는 단순히 스위치로서 

동작하기 때문에, N채널 TFT 또는 P채널 TFT 어느쪽이 될 수도 있다.

서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n )에서 어드레스 기간(Ta) 및 디스플레이 기간(Ts)의 기본 동작들은 도 4a 및 도 

4b의 타이밍 차트를 참조하여 도시된 제 1 실시예의 동작들과 같다.

복수의 화소행에 영상 신호(신호 전류)는 동시에 기록될 수 없기 때문에, 서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n )의 어

드레스 기간들(Ta)은 다른 것과 중복되지 않도록 설정되어 있다. 그 때문에, 제 1 실시예에서, 디스플레이 기간(Ts)은

어드레스 기간(Ta)보다 짧게 설정될 수 없었다. 그러나, 도 5 및 도 6에 도시된 구성의 화소들이 제 2 실시예에서 사

용되면, 디스플레이 기간(Ts)을 어드레스 기간(Ta)보다 짧게 설정할 수 있다.

이제 제 1 서브 프레임 기간(SF 1 )으로부터 제 (k-1)(k는 n보다 크지 않은 자연수)의 서브 프레임 기간(SF k-1 )까

지의 디스플레이 기간(Ts)이 어드레스 기간(Ta)보다 길게 설정되는 것으로 가정한다. 이 때의 구동 방법은 도 4a 및 

도 4b의 타이 밍 차트를 참조하여 도시된 제 1 실시예의 동작과 같다. 여기서, 각각의 화소들의 소거 TFT(501)는 항

상 비도통이다.

이하에 상세히 설명된 것은 디스플레이 기간(Ts)이 어드레스 기간(Ta)보다 짧게 설정된, 제 k 서브 프레임 기간(SF k
)으로부터 제 n 서브 프레임 기간(SF n )까지의 디스플레이 장치의 구동 방법이다.

제 k 서브 프레임 기간(SF k )의 어드레스 기간(Ta k )의 동작 방법은 제 1 서브 프레임 기간(SF 1 )으로부터 제 (k-

1) 서브 프레임 기간(SF k-1 )과 같다. 하지만, 여기서, 기록 동작을 수행하는 화소들의 행의 소거 TFT(501)는 비도

통이다. 소정 길이의 디스플레이 기간(Ts k ) 후, 소거 게이트 신호선들(RG 1 내지 RG y )은 순차적으로 선택되고, 

각각의 화소들의 행에서 소거 TFT들(501)은 순차적으로 도통되고, 화소들의 행들은 순차적으로 비발광 상태로 놓는

다. 모든 화소들의 소거 TFT들(501)이 도통이 되는 기간은 리셋 기간(Tr)으로 디스플레이된다. 특히, 제 p(p는 k보다

작지 않고 n보다 크지 않은 자연수) 서브 프레임 기간(SF p )에 대응하는 리셋 기간은 Tr p 로 디스플레이된다. 이와 

같이, 주어진 행의 화소들에 신호 전류를 입력하는 동안 다른 행의 화소들을 비발광 상태로 놓을 수 있다. 이렇게 해서

, 디스플레이 기간(Ts)의 길이는 자유롭게 제어될 수 있다.

여기서, 어드레스 기간(Ta p )의 길이는 리셋 기간(Tr p )의 길이와 같게 설정한다. 즉, 영상 신호들이 기록되는 시간

에 행들을 순차로 선택하는 비율은 화소들의 행들을 순차적으로 비발광 상태로 놓는 비율과 같다. 따라서, 동일한 서

브 프레임 기간에서, 화소들의 행들의 디스플레이 기간(Ts)은 그들의 시작 타이밍은 다르지만 모두 같은 길이를 가진

다.

화소들의 행들에서 TFT(501)를 소거함으로써 일제히 화소들의 행을 비발광 상태로 놓는 기간은 비디스플레이 기간(

Tus)으로 디스플레이된다. 같은 서브 프레임 기간에서, 화소들의 행들의 비디스플레이 기간들(Tus)은 다른 타이밍들

을 가지지만 모두 같은 길이를 가진다. 특히, 제 p 서브 프레임 기간(SF p )에 대응하는 비디스플레이 기간은 Tus p
로 디스플레이된다.

소정 길이의 비디스플레이 기간(Tus k ) 후, 제 (k+1) 서브 프레임 기간(SF k+1 )이 개시된다. 제 (k+1) 서브 프레임

기간(SF k+1 )으로부터 제 n 서브 프레임 기간(SF n ) 동안 제 k 서브 프레임 기간(SF k )과 같은 동작이 반복되어 1

프레임 기간(F1)이 종료한다.

이상에 설명된 바와 같은 디스플레이 장치가 동작되어, 서브 프레임 기간들(SF 1 내지 SF n )에서 디스플레이 기간

들(Ts 1 내지 Ts n )의 길이가 적당히 결정되어 계조를 표현한다. 서브 프레임 기간들의 디스플레이 기간들(Ts)의 

길이는 제 1 실시예와 같은 방법으로 설정한다.

제 2 실시예는 디스플레이 기간(Ts)을 어드레스 기간(Ta)보다 짧게 설정한 서브 프레임 기간에서만 리셋 기간(Tr) 

및 비디스플레이 기간(Tus)을 설정하는 구 동 방법을 개시하였다. 하지만, 본 발명은 이것만으로 한정되지 않는다. 디

스플레이 기간(Ts)이 어드레스 기간(Ta)보다 길게 설정되는 서브 프레임 기간들에서도 리셋 기간(Tr) 및 비디스플레

이 기간(Tus)이 설정되는 구동 방법일 수 있다.

도 5 및 도 6은 소거 TFT(501)를 도통으로 함으로써 유지 커패시터(708)의 전하가 방전되는 구성을 도시하였다. 하

지만, 본 발명은 이것만으로 한정되지 않는다. 소거 TFT(501)를 도통으로 하여 구동 TFT(707)의 게이트 전극과 접

속된 측의 유지 커패시터(708)의 전위를 올리거나 내려서, 구동 TFT(707)가 비도통이 되는 구성일 수 있다. 즉, 소거
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TFT(501)를 통해서, 구동 TFT(707)의 게이트 전극을 구동 TFT(707)가 비도통이 되는 전위의 신호를 입력하는 배

선에 접속되는 구성일 수도 있다.

상기 소거 TFT(501)를 도통으로 하여 구동 TFT(707)의 게이트 전극에 접속된 측의 유지 커패시터(708)의 전위를 

변화시키는 구성으로 하는 대신, 구동 TFT(707)와 직렬로 소거 TFT가 배치되어, 소거 TFT를 비도통이 되게 함으로

써 비디스플레이 기간이 얻어지는 구성일 수도 있다.

또한, 게이트 신호선의 신호 또는 소스 신호선의 신호(영상 신호)에 관계없이 소거 TFT를 사용하지 않고 일제히 화소

를 비발광 상태로 놓도록, 즉, 비디스플레이 기간을 형성하게 할 수 있다.

예를 들면, 구동 TFT(707)의 게이트 전극에 접속되지 않은 측의 유지 커패시터(708)의 2개의 전극 중 하나의 전위를

올리거나 내림으로써 구동 TFT(707)를 비도통이 되게 하는 방법이 있다. 구동 TFT(707)가 P채널형일 때, 구동 TF

T(707)와 접속되지 않은 측의 유지 커패시터(708)의 전위를 올린다. 유지 커패시터(708)에 의해 유지되는 전하는 일

정하게 유지되기 때문에, 유지 커패시터(708)의 다른 전위가 상승하여 구동 TFT(707)를 비도통으로 한다. 이렇게 해

서, 비디스플레이 기간(Tus)이 형성된다.

다른 방법으로서, 모든 화소의 EL 소자들(709)의 대향 전극들의 전위들이 일제히 변화되어 모든 화소의 EL 소자들(7

09)의 발광/비발광 상태를 일제히 바꾼다. 이 방법에 따라서, 서브 프레임 기간의 각 어드레스 기간(Ta)에서 대향 전

극의 전위는 전원선(W)의 전위와 거의 같게 유지된다. 어드레스 기간(Ta)이 종료할 때, 대향 전극의 전위는 전원선(

W)과 소정의 전위차를 갖도록 변화한다. 이 때, 발광 상태가 선택된 화소들에서 전원선(W)으로부터 구동 TFT(707)

를 통해서 EL 소자(709)에 전류가 흘러 발광한다. 이렇게 해서 디스플레이 기간(Ts)이 시작된다. 디스플레이 기간(T

s)의 타이밍은 모든 화소들에 있어서 같다. 소정 길이의 디스플레이 기간(Ts) 후, EL 소자(709)의 대향 전극의 전위

는 다시 전원선(W)의 전위와 같은 방법으로 변화시켜, 모든 화소는 일제히 비발광이 된다. 이렇게 해서 비디스플레이

기간(Tus)이 형성된다. 비디스플레이 기간(Tus)의 타이밍은 모든 화소에 있어서 같다.

(제 3 실시예)

본 실시예에서는 제 1 실시예 및 제 2 실시예에 도시된 이들 화소들과 다른 구성의 화소들을 개시한다. 도 8a 및 도 8

b에 제 3 실시예에 따른 화소의 구성을 도시한다. 도 8a 및 도 8b에서, 도 1a 및 도 1b와 도 5와 같은 부분들은 같은 

참조 번호들을 사용하여 디스플레이되고, 그들의 설명은 반복하지 않는다. 도 8a 및 도 8b에서, 화소의 구동 TFT(70

7) 및 전류 TFT(706)는 P채널 트랜지스터들이며, 화소 전극은 양극이다.

도 8a 및 도 8b에서, 전류 TFT(706)의 제 1 단자, 구동 TFT(707)의 게이트 전극 및 소스 신호선(S)은 멀티-드레인 

소자(101)의 다른 단자들(T1 내지 T3) 중 하나에 접속된다. 또한, 전류 TFT(706)의 제 1 단자는 게이트 전극에 접속

되고, 전류 TFT(706)의 제 2 단자는 전원선(W)에 접속된다. 구동 TFT(707)의 제 1 단자는 EL 소자(709)의 한쪽의 

전극(양극)에 접속되고, 구동 TFT(707)의 제 2 단자는 전원선(W)에 접속된다. 유지 커패시터(708)의 한쪽의 전극은 

구동 TFT(707)의 게이트 전극에 접속되고, 다른 한쪽의 전극은 전원선(W)에 접속된다. 또한, 도 8b에서, 소거 TFT(

501)가 설치된다. 소거 TFT(501)의 제 1 단자는 전원선(W)에 접속되고, 소거 TFT(501)의 제 2 단자는 유지 커패시

터(708)의 한쪽의 전극에 접속된다.

도 8a 및 도 8b에서, 전류 TFT(706)의 제 2 단자 및 구동 TFT(707)의 제 2 단자는 전원선(W)에 접속되지만, 본 발

명의 화소 구성은 이것만으로 한정되지 않는다. 일반적으로, 전류 TFT(706)의 제 2 단자와 구동 TFT(707)의 제 2 

단자는 드레인 전류가 흐를 때 같은 전위가 되도록 구성될 수 있다.

또한, 구동 TFT(707)의 게이트 전극과 접속되지 않은 측의 유지 커패시터(708)의 2개의 전극 중 하나는 전류선(W)

에 접속되지만, 본 발명의 화소 구성은 이것만으로 한정되지 않는다. 일반적으로, 유지 커패시터(708)의 2개의 전 극

들 사이에서, 구동 TFT(707)의 게이트 전극과 접속되지 않은 측은 전류 TFT(706) 또는 구동 TFT(707)로 전류가 

흐르는 동안 전류 TFT(706) 및 구동 TFT(707)의 제 2 단자들에서의 전위와 같은 전위로 구성될 수 있다.

또한, 도 8b에서, 소거 TFT(501)의 제 1 단자는 전원선(W)과는 다른 배선에 접속될 수 있다. 또한, 소거 TFT(501)

는 구동 TFT(707)와 직렬로 접속될 수 있다.

또한, 도 8과 달리, EL 소자의 화소 전극이 음극일 때, EL 소자가 발광하는 동안 전류 TFT(706) 및 구동 TFT(707)

의 소스 단자들의 전위들이 고정되는 것이 바람직하다. 따라서, 전류 TFT(706) 및 구동 TFT(707)로서 N채널 TFT

들을 사용하는 것이 바람직하다.

구동 방법은 제 1 실시예 및 제 2 실시예에서 도시된 방법과 같으며, 여기서 반복하지 않는다.
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(제 4 실시예)

본 실시예는 제 1 실시예에서 개시된 멀티-드레인 소자와는 다른 구성의 멀티-드레인 소자를 사용한 화소들을 개시

한다. 설명은 도 20a 및 도 20b와 도 21a 내지 도 21d를 참조한다. 도 20a 및 도 20b에서, 도 8a 및 도 8b와 같은 부

분들은 같은 참조 번호들로써 디스플레이되며, 그 설명은 반복하지 않는다. 도 20a 및 도 20b는 도 8a 및 도 8b와 달

리 멀티-드레인 소자(8101)를 사용한다. 게이트 신호선(G)에 입력된 신호에 따라서, 멀티-드레인 단자(8101)는 전류

TFT(706) 및 구동 TFT(707)의 게이트 전극들과 전류 TFT(706)의 제 1 단자를 신호선(S)에 접속 한다. 유지 커패

시터(8708)의 한쪽의 전극은 전류 TFT(706)의 게이트 전극에 접속된다. 유지 커패시터(8708)의 다른 전극은 전원선

(W)에 접속된다. 도 20a과는 다르게, 도 20b에서 소거 TFT(501)가 사용된다. 도 20a에 도시된 구성의 화소는 제 1 

실시예와 같은 방법에 의해 구동되며, 여기에 다시 설명하지 않는다. 또한, 도 20b에 도시한 구성의 화소는 제 2 실시

예와 같은 방법에 의해 구동되며, 여기에 다시 설명하지 않는다.

멀티-드레인 소자(8101)의 단자들은 도 21a를 참조하여 설명될 것이다. 단자(T0)에 입력된 신호 전위에 따라서, 멀

티-드레인 소자(8101)는 단자(T1) 내지 단자(T4)(단자(T1)와 단자(T2) 사이, 단자(T2)와 단자(T3) 사이, 단자(T1)

와 단자(T3) 사이, 단자(1)와 단자(4) 사이, 단자(2)와 단자(4) 사이, 단자(3)와 단자(4) 사이)가 개방되는 상태와 그들

이 단락되는 상태를 선택한다.

멀티-드레인 소자(8101)를 제조하는 예는 도 21b 내지 도 21d에 도시된다. 도 21c는 도 21b에서 A 내지 A'선을 따

른 단면도이며, 도 21d는 도 21b에서 B 내지 B'선을 따른 단면도이다. 도 2b 내지 도 2d와 같은 부분들은 같은 참조 

번호들로써 디스플레이되며, 그들의 설명은 반복하지 않는다. 도 21b에서, 도 2b와 달리 단자들(T1 내지 T4) 중 하

나에 대응하는 접속 전극(224)이 형성된다. 접속 전극(224)은 콘택트 홀(202d)을 통해서 활성층(201)의 불순물 영역

(203d)(도 21d 참조)과 접속된다.

(제 5 실시예)

본 실시예는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들에 배치된 EL 소자의 구조를 개시한다. EL 층은 유기물 또는 무기

물로 구성될 수 있다. 또는, 유기물과 무기물의 양쪽으로 구성될 수 있다.

EL 소자를 형성하는 EL 층은 정공 주입 재료로 구성되는 정공 주입층, 정공 수송 재료로 구성되는 정공 수송층, 발광

재료로 구성되는 발광층, 전자 수송 재료로 구성되는 전자 수송층, 전자 주입 재료로 구성되는 전자 주입층이 명확히 

구별될 수 있는 것과 같은 적층 구조로 구성되지 않는다. 대신에, EL 층은 정공 주입 재료, 정공 수송 재료, 발광 재료,

전자 수송 재료, 전자 주입 재료 등의 재료와 같은 복수의 재료가 혼합된 층(혼합층)에 의해 구성된다(이하 혼합 접합

형의 EL 소자라 함).

도 14a 내지 도 14b 및 도 15는 혼합 접합형의 EL 소자의 구조를 개략적으로 도시하는 도면들이다. 도 14a 내지 도 

14b 및 도 15에서, 참조 번호(1401)는 EL 소자의 양극을 나타내며, 1402는 EL 소자의 음극을 나타낸다. 양극(1401)

과 음극(1402) 사이에 있는 층은 EL 층에 대응한다.

도 14a에서, EL 층은 정공 수송 재료로 구성되는 정공 수송 영역(1403)과 전자 수송 재료로 구성되는 전자 수송 영역

(1404)을 포함하고, 정공 수송 영역(1403)은 전자 수송 영역(1404)보다도 양극측에 가까이 위치된다. 정공 수송 재료

및 상기 전자 수송 재료의 양쪽을 포함하는 혼합 영역(1405)은 정공 수송 영역(1403)과 전자 수송 영역(1404) 사이

에 설치된다.

여기서, 양극(1401)으로부터 음극(1402)의 방향으로, 혼합 영역(1405)내의 정공 수송 재료의 농도는 감소하고, 혼합

영역(1405)내의 전자 수송 재료의 농도는 증가할 수 있다.

상기 구성은 정공 수송 재료만으로 구성되는 정공 수송 영역(1403)을 포함하지 않고, 정공 수송 재료 및 전자 수송 재

료의 양쪽을 포함하는 혼합 영역(1405)내에서 농도의 비율이 변화하도록(농도 경사를 갖는) 구성될 수 있다. 또는, 상

기 구성은 정공 수송 재료만으로 구성되는 정공 수송 영역(1403) 및 전자 수송 재료만으로 구성되는 전자 수송 영역(

1404)을 포함하지 않고, 정공 수송 재료 및 전자 수송 재료의 양쪽을 포함하는 혼합 영역(1405)내에서 농도의 비율이

변화하도록(농도 경사를 갖는) 구성될 수 있다. 또는, 농도의 비율은 양극이나 음극으로부터의 거리에 따라 변화할 수

있다. 더욱이, 농도의 비율은 연속적으로 변화할 수 있다. 농도 경사는 자유롭게 설정할 수 있다.

혼합 영역(1405)은 발광 재료가 첨가된 영역(1406)을 포함한다. 발광 재료는 EL 소자로부터의 발광색을 제어한다. 

한편, 캐리어는 발광 재료에 의해 트랩(trap)될 수 있다. 발광 재료로서, 퀴놀린 골격을 포함하는 금속착체, 벤조옥사

들 골격을 포함하는 금속착체, 벤조티아졸 골격을 포함하는 금속착체, 및 어떤 다른 형광 색소들이 사용될 수 있다. 이

러한 발광 재료를 첨가하여 EL 소자에 의해 발광색을 제어할 수 있다.
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양극(1401)으로서, 효율적으로 정공들을 주입하는 관점으로부터 큰 일함수를 갖는 전극 재료를 사용하는 것이 바람

직하다. 주석 도프 산화인듐(ITO), 아연 도프 산화인듐(IZO), ZnO, SnO2, In 2 O 3 와 같은 투명 전극이 사용될 수 

있다. 투광성을 갖을 필요가 없으면, 양극(1401)은 불투명 금속 재료로 구성될 수 있다.

또한, 정공 수송 재료로서, 방향족 아민계 화합물이 사용될 수 있다. 전자 수송 재료로서, 퀴놀린 유도체, 8-퀴놀리놀 

또는 그 유도체를 배위자로 하는 금속착체(특히, 트리스(8-퀴놀리노라이트)알루미늄(Alq 3 ))가 사용될 수 있다.

음극(1402)으로서, 효율적으로 전자들을 주입하는 관점으로부터 작은 일함수를 갖는 전극 재료를 사용하는 것이 바

람직하다. 알루미늄, 인듐, 마그네슘, 은, 칼슘, 바륨, 리튬 등의 금속이 사용될 수 있다. 또는, 이들 금속들의 합금 또는

어떤 다른 금속들의 합금이 사용될 수 있다.

도 14b는 도 14a와는 다른 구성의 EL 소자의 개략도이다. 도 14a와 같은 부분들은 같은 참조 번호들에 의해 디스플

레이되고, 그들의 설명은 반복하지 않는다. 도 14b는 발광 재료가 첨가된 영역을 갖지 않는다. 하지만, 여기서, 재료(

전자 수송 발광 재료) 가 전자 수송 영역(1404)에 첨가될 수 있는 트리스(8-퀴놀리노라이트)알루미늄(Alq 3 )와 같은

, 전자 수송성 및 발광성의 양쪽을 가져 발광한다.

또는, 재료(정공 수송 발광 재료)는 정공 수송 영역(1403)에 첨가될 수 있는 정공 수송성 및 발광성의 양쪽을 가진다.

도 14c는 도 14a 및 도 14b와는 다른 구성의 EL 소자의 개략도이다. 도 14a 및 도 14b와 같은 부분들은 같은 참조 

번호들에 의해 디스플레이되고, 그들의 설명은 반복하지 않는다. 도 14c에서, 혼합 영역(1405)은 정공 수송 재료보다

최고 피 점 분자 궤도와 최저 피점 분자 궤도 사이에 큰 에너지 차를 갖는 정공 블로킹 재료가 첨가된 영역(1407)을 

포함한다. 정공 블로킹 재료가 첨가된 영역(1407)은 혼합 영역(1405)에서 발광 재료가 첨가된 영역(1406)보다 음극(

1402)측에 가까이 배치함으로써, 캐리어들의 재결합율을 올리고, 따라서, 발광 효율은 개선된다. 정공 브로킹 재료가

첨가된 영역(1407)의 설치는 특히, 3중광 여기자에 의한 발광(인광)을 이용하는 EL 소자에 대해 효율적이다.

도 14d는 도 14a, 도 14b 및 도 14c와는 다른 구성의 EL 소자의 개략도이다. 도 14a, 도 14b 및 도 14c와 같은 부분

들은 같은 참조 번호들로써 디스플레이되고, 그들의 설명은 반복하지 않는다. 도 14d에서, 혼합 영역(1405)은 전자 

수송 재료보다 최고 피점 분자 궤도와 최저 피점 분자 궤도 사이에 큰 에너지 차를 갖는 전자 브로킹 재료가 첨가된 

영역(1408)을 포함한다. 전자 브로킹성 재료가 첨가된 영역(1408)은 혼합 영역(1405)에서 발광 재료가 첨가된 영역(

1406)보다 양극(1401)측에 가까이 배치함으로써, 캐리어들의 재결합율을 올리고, 따라서, 발광 효율은 개선된다. 전

자 브로킹 재료가 첨가된 영역(1408)의 설치는 특히, 3중광 여기자에 의한 발광(인광)을 이용하는 EL 소자에 대해 효

율적이다.

도 14a 내지 도 14d에 도시된 혼합 접합형 EL 소자들은 명확한 층들의 계면들이 없고, 저감된 양들의 전하가 축적된

다. 따라서, 수명이 연장될 수 있으며, 한편, 구동 전압도 낮게 할 수 있다.

혼합 접합형의 EL 소자는 공증착법에 의해 제조될 수 있다.

도 14a 내지 도 14d에 도시된 구성들은 자유로운 조합들로 실시하는 것이 가 능하다. 혼합 접합형의 EL 소자의 구성

들은 이것만으로 한정되지 않으며, 어떤 공지된 구성이 자유롭게 사용될 수 있다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 4 실시예와 자유롭게 조합하여 실시하는 것이 가능하다. 즉, 본 실시예의 혼합 접합

형의 EL 소자는 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의 멀티-드레인 소자를 사용한 구성들의 화소들에 대해 사용될 수 있다

. 이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 저감할 수 있다.

(제 6 실시예)

본 실시예는 제 5 실시예와 다른 구성의 EL 소자를 개시한다. 도 15는 도 14a 내지 도 14d와는 다른 혼합 접합형의 

EL 소자의 구성을 도시하는 개략도이다. 도 15는 EL 소자의 전극에 접하는 EL 층의 부분에 금속 재료가 첨가되는 구

성을 도시한다. 도 15에서, 도 14a 내지 도 14d와 같은 부분들은 같은 참조 번호들을 사용하여 디스플레이되고, 그들

의 설명은 반복하지 않는다. 음극(1401)으로서 MgAg(Mg-Ag 합금)가 사용되고, 음극(1402)에 접하는 전자 수송 재

료가 첨가된 영역(1404)의 부분에 Al(알루미늄)합금이 첨가된 구성이다. 상기 구성은 음극의 산화를 방지하고, 음극

으로부터 전자들의 주입 효율을 강화한다. 이렇게 해서, 혼합 접합형 EL 소자는 연장된 수명을 특징으로 한다. 한편, 

구동 전압도 낮게 할 수 있다.

혼합 접합형의 EL 소자의 구성은 이것만으로 한정되지 않으며, 어떤 공지된 구성도 자유롭게 사용될 수 있다.
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본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 4 실시예와 자유롭게 조합하여 실시하는 것이 가능하다. 즉, 본 실시예의 혼합 접합

형의 EL 소자는 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의 멀티-드레인 소자를 사용한 구성들의 화소들에 대해 사용될 수 있다

. 이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 저감할 수 있다.

(제 7 실시예)

본 실시예에서는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들의 EL 소자들의 개별 색들로 나누어지는 구성을 개시한다. 도 

16는 본 실시예에 따른 EL 디스플레이 장치의 화소들의 단면도이다. EL 디스플레이 장치의 3화소분만이 여기에 대

표적으로 도시된다. 이들 화소들을 구성하는 소자들로서, EL 소자들 및 EL 소자의 화소 전극들에 접속된 TFT들만을

도시된다. EL 소자들에 직렬로 접속된 TFT들은 도 1a 및 도 1b와 도 5에 도시된 구동 TFT들(707)일 수 있다.

도 16에서, 화소기판(1900)상에 TFT들(1901-R, 1901-G, 1901-B)가 형성된다. 본 실시예에서, TFT들(1901-R, 

1901-G, 1901-B)는 각각, 도 1a 및 도 1b와 도 5에 도시된 구동 TFT들(707)일 수 있다.

구동 TFT들(1901-R, 1901-G, 1901-B)은 도시된 구성에 한정되지 않고 공지된 방법으로 자유롭게 구성될 수 있다.

예를 들면, 도 16에서, 구동 TFT들(1901-R, 1901-G, 1901-B)은 싱글 게이트 TFT들이다. 하지만, 그들은 멀티 게

이트 TFT들일 수도 있다. 또한, 도 16에서, 구동 TFT들(1901-R, 1901-G, 1901-B)은 톱(top)-게이트 TFT들이다.

하지만, 그들은 보톰(bottom) 게이트 TFT들일 수도 있다. 또는, 그들은 게이트 절연막을 통해서 채널-형성 영역의 

상하에 배치된 2개의 게이트 전극 을 갖는 듀얼(dual) 게이트 TFT들일 수도 있다.

제 1 층간막(1910)은 구동 TFT들(1901-R, 1901-G, 1901-B)상에 형성된다. 구동 TFT들(1901-R, 1901-G, 190

1-B)의 소스 영역들 또는 드레인 영역들에 도달하기 위해 제 1 층간막(1910)에 콘택트 홀들이 형성되고, 배선층은 

배선들(1919-R, 1919-G, 1919-B)을 형성하도록 원하는 형상으로 패터닝함으로써 형성된다. 제 2 층간막(1911)은 

배선들(1919-R, 1919-G, 1919-B)상에 형성된다. 다음에, 제 2 층간막(1911)에 배선(1919-R, 1919-G, 1919-B)

에 도달하는 콘택트 홀들이 형성되고, 그에 따라 화소 전극들(1912-R, 1912-G, 1912-B)이 형성된다.

여기서, 제 2 층간막(1911)은 형성되지 않을 수 있다. 즉, 화소 전극들(1912-R, 1912-G, 1912-B)이 배선들(1919-

R, 1919-G, 1919-B)과 같은 층에 형성될 수 있다.

그 후, 적색 발광층(1914-R), 녹색 발광층(1914-G) 및 청색 발광층(1914-B)이 순차적으로 형성된다. 그 후, EL 소

자(1614)의 대향 전극(1915)이 형성된다. 이렇게 해서, 화소 전극(1912-R), 적색 발광의 EL 층(1914-R) 및 대향 전

극(1915)에 의해 적색 발광의 EL 소자가 형성된다. 화소 전극(1912-G), 녹색 발광의 EL 층(1914-G) 및 대향 전극(

1915)에 의해 녹색 발광의 EL 소자가 형성된다. 화소 전극(1912-B), 청색 발광의 EL 층(1914-B) 및 대향 전극(191

5)에 의해 청색 발광의 EL 소자가 형성된다.

EL 층들(1914-R, 1914-G, 1914-B)의 형성시에(개별 색들로 나눌때), EL 층들(1914-R, 1914-G, 1914-B)은 그

들의 경계들(1990; 단부들)에서 중첩된다. 상기 구성은 발광색들에 대응하는 EL 층들을 개별 색들로 나누기 위해 절

연막을 사용함으로써 형성된 뱅크 등이 필요없다. 따라서, EL 층들은 적은 화소들의 발광 영역들의 면적을 크게 할 수

있게 하는 적은 마진(margin)을 필요로 하는 개별 색들로 나누어진다.

도 16에서 빨강, 파랑, 초록의 3색에 대응하는 화소들에서, EL 소자들의 EL 층들의 단부들은 중첩되어 배치되지만, 

본 발명의 디스플레이 장치의 구성은 이것만으로 한정되지 않는다. 상기 구성은 임의의 수의 발광에 대응하는 화소들

에 인가될 수 있다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 6 실시예와 자유롭게 조합하여 수행될 수 있다. 즉, 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의

멀티-드레인 소자들을 사용하는 구성들의 화소들에서, EL 소자들의 EL 층들은 그들의 단부들에서 중첩되어 배치될 

수 있다. 이것은 개구율을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화를 더욱 저감한다. 또, 제 5 실시예 및 제 6 실시예의 혼

합 접합형 EL 소자들을 갖는 화소들에서, EL 소자들의 EL 층들은 그들의 단부들에서 중첩되어 배치될 수 있다. 이것

은 개구율을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화를 더욱 저감한다. 더욱이, 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의 멀티-드

레인 소자들을 사용하는 화소들, 또, 제 5 실시예 및 제 6 실시예의 혼합 접합형 EL 소자들을 갖는 화소들에서, EL 소

자들의 EL 층들은 그들의 단부들에서 중첩되어 배치될 수 있다. 이것은 개구율을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화

를 더욱 저감한다.

(제 8 실시예)

본 실시예는 본 발명의 디스플레이 장치의 화소들에 배치된 EL 소자의 구조를 개시한다.

EL 소자들의 EL 층을 구성하는 유기 재료는 저분자 재료 또는 고분자 재료가 될 수 있다. 또는, 이들 재료들 양쪽이 
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사용될 수도 있다. 유기 화합물 재료로서 저분자 재료가 사용되는 경우, 필름은 증착법에 의해 형성될 수 있다. 한편, 

EL 층으로서 고분자 재료가 사용되는 경우, 고분자 재료는 용매에 녹아 스핀-코팅법(spin-coating method) 또는 잉

크젯 방법(ink-jet method)에 의해 필름을 형성할 수 있다.

또한, EL 층은 중분자 재료에 의해 구성될 수 있다. 중분자 재료는 승화성이 없고 약 20보다 크지 않은 중합도를 갖는

유기 발광 재료를 나타낸다. EL 층으로서 중분자 재료가 사용되는 경우, 잉크젯 방법 등에 의해 필름이 형성될 수 있

다.

또, 저분자 재료, 고분자 재료 및 중분자 재료를 조합 사용하여도 좋다.

또한, EL 소자는 1중항 여기자로부터의 발광(형광)을 이용하는 것 또는 3중항 여기자로부터의 발광(인광)을 이용하

는 것의 어느쪽일 수도 있다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 7 실시예와 자유롭게 조합하여 실시할 수 있다.

(제 9 실시예)

본 실시예는 도 13a 내지 도 13d를 참조하여, 도 2a 내지 도 2d에 도시된 제 1 실시예의 멀티-드레인 소자의 구성과

는 다른 구성의 멀티-드레인 소자의 제조를 설명한다. 도 13a 내지 도 13d에서, 도 2a 내지 도 2d와 같은 부분들은 

같은 참조 번호들로써 디스플레이되고 그들의 설명은 반복하지 않는다.

도 13a은 멀티-드레인 소자의 기호를 도시한다. 도 13b는 도 13a에 도시한 멀티-드레인 소자가 제작될 때의 상측면

도이다. 도 13c는 도 13b의 A-A′선을 따른 단면도이다. 도 13d는 도 13b의 B-B′선을 따른 단면도이다.

도 13c 및 도 13d에서, 절연 표면을 갖는 기판(200)상에 형성된 활성층(201)은 같은 시간 도전을 부여하는 불순물들

이 첨가된 불순물 영역들(203a, 203b, 203c 및 230c) 및 채널 영역들(204a, 204b 및 204c)을 포함한다. 전극(220)

은 게이트 절연막(205)을 통해서 채널-형성 영역들(204a, 204b 및 204c)과 중첩된다. 접속 전극들(221 내지 223)은

전극(220)상에 형성된 절연막(206)상에 형성되고, 콘택트 홀들(202a 내지 202c)을 통해서 불순물 영역들(203a, 20

3b 및 203c)에 전기적으로 접속된다. 전극(220)은 도 13a의 단자(T0)에 대응한다. 도 13a 내지 도 13d의 전극(220)

의 형상은 도 2a 내지 도 2d의 전극(220)의 형상과 다르다. 또한, 접속 전극(221)은 단자(T1)에 대응하고, 접속 전극(

222)은 단자(T2)에 대응하고, 접속 전극(223)은 단자(T3)에 대응한다.

또한, 접속 전극(221)은 단자(T2)에 대응하고, 접속 전극(222)은 단자(T3)에 대응하고, 접속 전극(223)은 단자(T1)

에 대응할 수도 있다. 또는, 접속 전극(221)은 단자(T3)에 대응하고, 접속 전극(222)은 단자(T1)에 대응하고, 접속 전

극(223)은 단자(T2)에 대응할 수도 있다.

불순물 영역들(203a, 203b, 203c 및 230c)은 3개의 채널-형성 영역(204a, 204b 및 204c) 중 1개 또는 모두와 접한

다. 본 실시예에서, 모든 불순물 영역이 채널-형성 영역(204)들과 직접 접하지만, 본 발명은 이 구성으로만 한정되지 

않는다. 저농도 불순물 영역(LDD 영역)은 불순물 영역들(203a, 203b, 203c 및 230c)과 채널-형성 영역들(204a, 20

4b, 204c) 사이에 설치될 수 있는 불순물 영역들보다도 낮은 불순물 농도를 가진다.

도 13c 및 도 13d에서, 게이트 절연막(205)은 불순물 영역들(203a, 203b, 203c 및 230c)을 덮고 있지만, 본 발명은 

이 구성만으로 한정되지 않는다. 불순물 영역들(203a, 203b, 203c 및 230c)은 반드시 게이트 절연막(205)에 덮여 있

을 필요는 없고 노출될 수도 있다.

멀티-드레인 소자(101)는 통상의 TFT들을 제조하는 것과 같은 공정을 통해서 제조될 수 있다. 도 13c 및 도 13d에

서, 본 발명의 멀티-드레인 소자(101)의 전극(220)은 공지된 TFT들의 게이트 전극과 같은 재료로 구성될 수 있다. 

또한, 공지된 TFT들과 동일한 방법으로 활성층(201)에 채널-형성 영역들(204a, 204b, 204c)과 불순물 영역들(203

a, 203b, 203c 및 230c)이 형성될 수 있다.

여기서, 활성층(201)과 중첩되는 전극(220)의 부분은 멀티-드레인 소자의 게이트 전극이라고도 불린다. 멀티-드레인

단자의 단자들(T1 내지 T3)이 접속되는 불순물 영역들(203a 내지 203c)은 각각 소스 영역들 또는 드레인 영역들이

라 불린다. 또한, 멀티-드레인 소자의 단자들(T1 내지 T3)은 소스 단자들 또는 드레인 단자들이라고도 불린다.

전극(220; 게이트 전극)에 인가되는 전위에 따라서, 도 13a 내지 도 13d에 도시된 멀티-드레인 소자(101)는 채널-형

성 영역들(204a, 204b, 204c)에 형성된 그 채널이 변화하여 단자들(T1 내지 T3) 중(소스 단자와 드레인 단자 사이에

대응) 그 저항이 제어된다. 즉, 게이트 전극(220)에서의 전위로 인해, 채널-형성 영역에 채널이 형성되고, 도통으로 

한 소스 단자와 드레인 단자 사이를 통과한다.
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예를 들면, 도 13a 내지 도 13d에서, N형을 부여하는 불순물 원소는 멀티-드레인 소자(101)의 불순물 영역들(203a, 

203b, 203c 및 230c)에 첨가된다. 이 경우, 게이트 전극(T0)의 전위는 불순물 영역들(203a, 203b, 203c) 중 어느 1

개 또는 2개에 대응하는 소스 영역의 전위보다 충분히 높게 설정한다. 이렇게 해서, 단자(T1) 내지 단자(T3)는 단락

될 수 있다. 이렇게 구성된 멀티-드레인 소자(101)는 N채널 멀티-드레인 소자라 불린다.

한편, 도 13a 내지 도 13d에서, P형을 부여하는 불순물 원소는 멀티-드레인 소자(101)의 불순물 영역들(203a, 203b,

203c 및 230c)에 첨가된다. 이 경우, 게이트 전극(T0)의 전위는 불순물 영역들(203a, 203b, 203c) 중 어느 1개 또는

2개에 대응하는 소스 영역의 전위보다 충분히 낮게 설정한다. 이렇게 해서, 단자(T1) 내지 단자(T3)는 단락할 수 있

다. 이렇게 구성된 멀티-드레인 소자는 P채널 멀티-드레인 소자라 불린다.

이렇게 해서, 도 13a의 멀티-드레인 소자(101)는 3개의 노드에 동시에 접속할 수 잇거나, 구체적으로는, 단자들(T1 

내지 T3)에 동시에 접속할 수 있다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 9 실시예와 자유롭게 조합하여 실시하는 것이 가능하다. 즉, 제 1 실시예 내지 제 4 

실시예의 멀티-드레인 소자들 대신에 본 실시예의 구성의 멀티-드레인 소자가 사용될 수 있다. 또한, 본 실시예의 구

성의 멀티-드레인 소자는 제 5 실시예 및 제 6 실시예의 혼합 접합형을 갖는 화소들에 사용될 수 있다. 이것은 개구율

을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화를 더욱 저감한다. 또한, EL 소자들의 EL 층들은 그들의 단부들과 중첩되는 구

성을 사용할 수 있다. 이것은 개구율을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화를 더욱 저감한다.

(제 10 실시예)

본 실시예에서, EL 소자에 정기적인 간격으로 역바이어스가 인가되어 열화를 억제한다. 도 17a 내지 도 17c, 도 18a 

내지 도 18c, 도 19a 및 도 19b는 상기 구동 방법를 사용하는 화소들의 구성들을 도시한다. 도 17a 내지 도 17c 및 도

18a 내지 도 18c에서, 도 1a와 같은 부분들은 같은 참조 번호들로써 디스플레이되며 그들의 설명은 반복하지 않는다.

또한, 도 19a 및 도 19b에서도, 도 20a 및 도 20b와 같은 부분들은 같은 참조 번호들로써 디스플레이된다. 여기서, 화

소 전극은 양극이고 대향 전극은 음극이다.

도 17a에서, 스위치(991)를 통해서 EL 소자(709)의 화소 전극에 단자(992)가 접속된다. 여기서, 단자(992)의 전위(V

B )는 EL 소자(709)의 대향 전극의 전위보다 작게 설정한다. 스위치(991)를 온함으로써, EL 소자(709)의 화소 전극

의 전위를 대향 전극의 전위보다 작게 한다. 이렇게 해서, EL 소자(709)에 역바이어스가 인가된 다.

이어서, 이하에 설명된 것은 도 17a의 구성의 화소에 역바이어스를 인가할 때의 구동 방법이다. 예를 들면, 이하에 설

명된 것은 제 1 실시예에 도시된 시분할 계조 시스템이 사용되는 경우이다. 화소가 디스플레이되지 않는 기간 동안 역

바이어스를 인가하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 화상 디스플레이가 일시 중단되어, 스위치가 온이 되고, EL 

소자(709)에 역바이어스가 인가된다. 화소가 디스플레이하는 기간 동안, 스위치(991)는 오프로 남아있다. 시분할 계

조 방식을 수행할 때 스위치(991)의 동작을 제외한 동작들은 제 1 실시예의 것들과 같으며, 여기에 다시 설명하지 않

는다.

마찬가지로, 역바이어스를 인가하는 동작은 도 18a, 도 19a 및 도 20a의 구성들의 화소들에 대해서도 효율적이 될 수

있다.

도 17a에 도시된 화소의 구성은 소거 트랜지스터를 더 포함한다. 이러한 구성은 도 17b에 도시된다. 도 17a와 같은 

부분들은 같은 참조 번호로써 디스플레이된다.

이하에 설명된 것은 도 17b에 도시된 화소 구성의 역바이어스를 인가할 때의 구동 방법이다. 이하에 설명된 것은 제 

2 실시예에 설명된 시분할 계조 시스템이 사용되는 경우이다. 화소가 디스플레이하지 않는 기간 동안 역바이어스를 

인가하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 비디스플레이 기간 동안 EL 소자(709)에 역바이어스가 인가될 수 있다. 

디스플레이 기간 동안, 스위치(991)는 오프로 남아있다. 시분할 계조 시스템을 수행할 때 스위치(991)의 동작을 제외

하고, 동작들은 제 2 실시예의 것들과 같으며 여기에 다시 설명하지 않는다.

마찬가지로, 역바이어스를 인가하는 동작은 도 18b, 도 19b 및 도 20b의 구성들의 화소들에 대해서 효율적이 될 수 

있다.

도 17c는 도 17b의 구성의 스위치(991)로서 TFT가 사용되는 경우의 예를 도시한다. 여기서, 비디스플레이 기간 동

안 역바이어스를 인가하는 구동 방법에 따라 시분할 계조 디스플레이가 수행될 수 있다. 이러한 목적을 위해서, 스위

치(991)는 소거 TFT(501)가 온이 될 때 온이 되도록 동작된다. 여기서, 스위치(991)의 게이트 전극에 입력되는 신호

는 소거 TFT(501)의 게이트 전극에 입력되는 신호(소거용 게이트 신호선(RG))의 신호와 같을 수 있다.
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마찬가지로, 역바이어스를 인가하는 동작은 도 18c의 구성의 화소들에 대해서도 효율적이 될 수 있다.

상기 구성은 각 화소들의 EL 소자들의 열화를 억제한다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 9 실시예와 자유롭게 조합하여 수행될 수 있다. 즉, EL 소자에 역바이어스를 인가하

는 구성은 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의 멀티-드레인 소자에 인가될 수 있다. 이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 저

감한다. 또한, EL 소자에 역바이어스를 인가하는 구성은 제 5 실시예 및 제 6 실시예의 혼합 접합형의 EL 소자를 갖

는 화소에 인가될 수 있다. 이것은 EL 소자들의 열화를 더욱 저감한다. 또한, EL 소자들의 EL 층들은 그들의 단부들

과 중첩되어 배치되는 구성이 사용될 수 있다. 이것은 개구율을 더욱 향상시키고 EL 소자들의 열화를 저감한다.

(제 11 실시예)

본 발명은 디스플레이 장치를 갖는 디스플레이 시스템에 인가될 수 있다. 여기서, 디스플레이 시스템은 디스플레이 

장치에 입력되는 영상 신호를 기억하는 메모리, 디스플레이 장치의 구동 회로들에 입력되는 제어 신호들(클록 펄스들,

스타트 펄스들 등)을 처리하는 컨트롤러, 메모리와 컨트롤러를 제어하는 CPU를 포함한다.

또한, 본 발명의 디스플레이 장치는 여러가지 전자 기기들에 인가될 수 있다. 본 발명을 사용함으로써 제조된 전자 기

기들은 비디오 카메라들, 디지털 카메라들, 고글형 디스플레이들(헤드 마운트 디스플레이), 네비게이션 시스템들, 음

향 재생 장치들(카오디오, 오디오 콤포넌트들 등), 노트북형 퍼스널 컴퓨터들, 게임기들, 휴대 데이터 단말들(모바일 

컴퓨터들, 휴대 전화들, 휴대형 게임기들 및 전자 서적들),기록 매체를 구비한 화상 재생 장치들(구체적으로는 Digital

Versatile Discs(DVD들)) 등의 기록매체를 재생하고 그 화상들을 디스플레이하는 디스플레이가 구비된 장치들을 포

함할 수 있다.

본 실시예는 제 1 실시예 내지 제 10 실시예와 자유롭게 조합하여 실시하는 것이 가능하다.

발명의 효과

상술한 구성에 따라서, EL 소자에서 열화 등에 의한 전류 특성들의 변화에 의한 휘도의 변화를 저감하는 동안, 본 발

명은 거의 일정한 휘도를 유지하며 발광할 수 있는 디스플레이 장치를 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
디스플레이 장치에 있어서:

복수의 화소와 전류 신호들이 입력되는 복수의 신호선을 포함하고;

상기 복수의 화소 각각은 멀티-드레인 소자, 제 1 TFT, 커패시터 소자, 발광하는 EL 소자 및 상기 EL 소자와 직렬로 

접속된 제 2 TFT를 각각 포함하고;

상기 제 2 TFT의 게이트 전극은 상기 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되며;

상기 커패시터 소자의 한쪽의 전극은 상기 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되고,

상기 멀티-드레인 소자는 절연 표면에 접하는 활성층, 상기 활성층에 접하는 절연막 및 상기 절연막에 접하는 게이트

전극을 포함하고, 상기 활성층은 적어도 1개의 채널-형성 영역과 n(n은 3보다 작지 않은 자연수)개의 불순물 영역을 

포함하며,

상기 제 1 TFT의 제 1 단자, 상기 제 1 TFT의 게이트 전극 및 상기 복수의 신호선 중 1개 각각은 상기 불순물 영역

들 각각에 전기적으로 접속되는, 디스플레이 장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서:

상기 활성층은 상기 절연 표면상에 있고;



공개특허 특2003-0077474

- 23 -

상기 절연막은 상기 활성층상에 있고;

상기 게이트 전극은 상기 절연막을 통해서 상기 활성층과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 불순물 영역들 각각은 상기 채널-형성 영역에 접속되는, 디스플레이 장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 제 2 TFT의 제 1 단자는 상기 EL 소자의 한 전극에 접속되고, 상기 제 1 TFT의 제 2 단자와 상기 제 2 TFT의 

제 2 단자는 같은 배선에 접속되는, 디스플레이 장치.

청구항 5.
제 1 항에 있어서:

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 상기 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소를 포함하고

;

상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들

의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극 및 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 상기 EL 층을 갖고, 상기 EL 

층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는,

디스플레이 장치.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위는 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 8.
제 1 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 9.
제 1 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 10.
제 1 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 11.
디스플레이 장치에 있어서:

복수의 화소와 전류 신호들이 입력되는 복수의 신호선을 포함하고;

상기 복수의 화소 각각은 멀티-드레인 소자, 제 1 TFT, 커패시터 소자, EL 소자 및 상기 EL 소자와 직렬로 접속된 제

2 TFT를 각각 포함하고;
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상기 제 2 TFT의 게이트 전극은 상기 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되고; 및

상기 커패시터 소자의 한쪽의 전극은 상기 제 1 TFT의 게이트 전극에 접속되고,

상기 멀티-드레인 소자는 절연 표면에 접하는 활성층, 상기 활성층에 접하는 절연막 및 상기 절연막에 접하는 게이트

전극을 포함하고, 상기 활성층은 적어도 1개의 채널-형성 영역과 n(n은 3보다 작지 않은 자연수)개의 불순물 영역을 

포함하며,

상기 불순물 영역보다 농도가 낮은 저농도 불순물 영역은 상기 n개의 불순물 영역과 채널-형성 영역의 사이에 있고,

상기 제 1 TFT의 제 1 단자, 상기 제 1 TFT의 게이트 전극 및 상기 복수의 신호선 중 1개 각각은 상기 불순물 영역

들 각각에 전기적으로 접속되는, 디스플레이 장치.

청구항 12.
제 11 항에 있어서:

상기 활성층은 상기 절연 표면상에 있고;

상기 절연막은 상기 활성층상에 있고;

상기 게이트 전극은 상기 절연막을 통해서 상기 활성층과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 13.
제 11 항에 있어서,

상기 제 2 TFT의 제 1 단자는 상기 EL 소자의 한 전극에 접속되고, 상기 제 1 TFT의 제 2 단자와 상기 제 2 TFT의 

제 2 단자는 같은 배선에 접속되는, 디스플레이 장치.

청구항 14.
제 11 항에 있어서:

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 상기 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소를 포함하고

;

상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들

의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 15.
제 11 항에 있어서,

상기 EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극 및 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 상기 EL 층을 갖고, 상기 EL 

층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는,

디스플레이 장치.

청구항 16.
제 11 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 17.
제 11 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 18.
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제 11 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 19.
제 11 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 20.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소를 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층을 갖는 EL 소자; 및

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극을 가로질러 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하고,

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소들과 상기 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소들을 포함

하며,

상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들

의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 21.
제 20 항에 있어서,

상기 EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극 및 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 상기 EL 층을 갖고, 상기 EL 

층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는,

디스플레이 장치.

청구항 22.
제 20 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 23.
제 20 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 24.
제 20 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 25.
제 20 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 26.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소와 전류 신호들이 입력되는 복수의 신호선을 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층을 갖는 EL 소자;

상기 복수의 신호선 각각으로부터 상기 복수의 화소로 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;
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상기 전압을 유지하는 수단; 및

상기 전압을 상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소들과 상기 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소들을 포함

하며,

상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들

의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 27.
제 26 항에 있어서,

상기 EL 소자는 제 1 전극, 제 2 전극 및 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 상기 EL 층을 갖고, 상기 EL 

층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영역을 갖는,

디스플레이 장치.

청구항 28.
제 26 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 29.
제 26 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 30.
제 26 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 31.
제 26 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 32.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소를 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층 을 갖는 EL 소자; 및

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극을 가로질러 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하고,

상기 EL 층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영

역을 갖는, 디스플레이 장치.

청구항 33.
제 32 항에 있어서,

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 상기 제 1 색과는 다른 색으로 발광하는 제 2 화소를 포함하고

, 상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층

들의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 34.
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제 32 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 35.
제 32 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 복수의 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 

장치.

청구항 36.
제 32 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 37.
제 32 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 38.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소와 전류 신호들이 입력되는 복수의 신호선을 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층을 갖는 EL 소자;

상기 복수의 신호선 각각으로부터 상기 복수의 화소로 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;

상기 전압을 유지하는 수단; 및

상기 전압을 상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

상기 EL 층은 제 1 기능 재료와 상기 제 1 기능 재료와는 다른 기능을 갖는 제 2 기능 재료의 양쪽이 첨가된 혼합 영

역을 갖는, 디스플레이 장치.

청구항 39.
제 38 항에 있어서,

상기 복수의 화소는 제 1 색으로 발광하는 제 1 화소와 상기 제 1 색과는 다 른 색으로 발광하는 제 2 화소를 포함하

고, 상기 제 1 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 층들의 단부들은 상기 제 2 화소들의 상기 EL 소자들의 상기 EL 

층들의 단부들과 중첩되는, 디스플레이 장치.

청구항 40.
제 38 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이고 다른 한쪽은 음극이며, 상기 EL 소자의 상기 양

극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단이 제공되는, 디스플레이 장치.

청구항 41.
제 38 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 42.
제 38 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.
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청구항 43.
제 38 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 44.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소를 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층을 갖는 EL 소자; 및

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극을 가로질러 흐르는 전류를 일정하게 설정하는 수단을 포함하고,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극 또는 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이 되고, 다른 한쪽은 음극이 되며,

상기 EL 소자의 상기 양극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단을 더 포함하는, 디스

플레이 장치.

청구항 45.
제 44 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 46.
제 44 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.

청구항 47.
디스플레이 장치에 있어서,

복수의 화소와 전류 신호들이 입력되는 복수의 신호선을 포함하고,

복수의 화소 각각은:

제 1 전극, 제 2 전극, 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 있는 EL층을 갖는 EL 소자;

상기 복수의 신호선 각각으로부터 상기 복수의 화소로 입력되는 제 1 전류를 전압으로 변환하는 수단;

상기 전압을 유지하는 수단; 및

상기 전압을 상기 EL 소자의 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 흐르는 제 2 전류로 변환하는 수단을 포함하며,

상기 EL 소자의 상기 제 1 전극 또는 상기 제 2 전극의 한쪽은 양극이 되고, 다른 한쪽은 음극이 되며,

상기 EL 소자의 상기 양극의 전위를 상기 EL 소자의 상기 음극의 전위보다 낮게 하기 위한 수단을 더 포함하는, 디스

플레이 장치.

청구항 48.
제 47 항에 있어서,

상기 EL 소자의 상기 EL 층은 폴리머, 저분자 재료 및 중간-분자 재료 중 하나 또는 복수를 포함하는, 디스플레이 장

치.

청구항 49.
제 47 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 디스플레이 시스템.

청구항 50.
제 47 항에 따른 상기 디스플레이 장치를 갖는, 전자 장치.
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摘要(译)

由于电致发光单元的劣化，亮度的分散不是EL装置。显示装置可以由电
流控制型像素形成，通过电致发光单元的劣化，通过电致发光单元抑制
流动电流的变化。此外，显示装置可以形成，同时，短路（短路）或装
置可以打开。电亮度层被分成单独的颜色，但不使用堤。使用混合结型
的电致发光单元。反向偏压施加到电致发光单元中的规则间隙。显示装
置通过电致发光单元的劣化来抑制亮度的分散。EL装置，电致发光单
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